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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DIE PRODUCTS -

Part 1: Procurement and use

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization)d|
all ngtional electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC _is"\to
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic
this ehd and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical’ Sped
Technlical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to
tion(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National 'Committee
subject dealt with may participate in this preparatory work. International,®governmental

ublications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEQ
ittees in that sense. While all reasonable efforts are made“to ensure that the technical contd
tions is accurate, IEC cannot be held responsible<for*the way in which they are used d
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Py
transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any d
betwepn any IEC Publication and the corresponding\national or regional publication shall be clearly in|
the lafter.

IEC pgrovides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsibl
equipfent declared to be in conformity with(an IEC Publication.

All usérs should ensure that they have the-latest edition of this publication.

No liapility shall attach to IEC or jts directors, employees, servants or agents including individual ex

es arising out of thelpublication, use of, or reliance upon, this |IEC Publication or any
Publigations.

Attentjon is drawn tothe“Normative references cited in this publication. Use of the referenced publi
indispensable for thetcorrect application of this publication.

Attentjon is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the
paten{ rightsI[EC“shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

Internat|onal “Standard |EC 62258-1 has been prepared by IEC technical commi

Semicordtetordeviees:

omprising
promote
fields. To
ifications,
as “IEC
nterested
and non-
bs closely

ernational
from all

National
nt of IEC
r for any

blications
ivergence
dicated in

e for any
perts and
amage or

fees) and
bther IEC

cations is

subject of

tee 47:

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2005, and constitutes a
technical revision.

The main changes that have been introduced in this issue have been to ensure consistency
across all parts of the standard. The ordering of the subclauses, particularly in Clause 6, has
been changed to be more logical and the text of some of the requirements has been amended
to add requirements on further information as covered by IEC/TR 62258-4, IEC/TR 62258-7
and IEC/TR 62258-8. New requirements include information on permutability of terminals and
functional elements (6.6.4) and moisture sensitivity for partially encapsulated devices (8.8).
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The text of this standard is based on the following documents:

CDV Report on voting
47/1974/CDV 47/2004/RVC

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

5, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchariged juntil the
maintenjance result date indicated on the IEC web site under "http://webstore.iec.ch" in the data

e recoppfirmed,

+ withdrawn,

* replaced by a revised edition, or
*+ amepded.
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INTRODUCTION

This standard is based on the work carried out in the ESPRIT 4™ Framework project GOOD-
DIE which resulted in the publication of the ES59008 series of European specifications.
Organisations that helped prepare this document included the European IST ENCASIT project,
JEITA, JEDEC and ZVEI.

The structure of this International Standard as currently conceived is as follows:

Part 1: Procurement and use
Part 2: Exchange data formats

Part 3: Recommendations for good practice In _handling, packing and storage (technical
report)

Part 4. Questionnaire for die users and suppliers (technical report)
Part 5: Requirements for information concerning electrical simulation
Part 6: Requirements for information concerning thermal simulation
Part 7: XML schema for data exchange (technical report)

Part 8: EXPRESS model schema for data exchange (technical report)

Further parts may be added as required.
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SEMICONDUCTOR DIE PRODUCTS -

Part 1: Procurement and use

1 Scope

This part of IEC 62258 has been developed to facilitate the production, supply and use of
semiconductor die products, including

e wafgrs,
e singplated bare die,
e die 4nd wafers with attached connection structures,

e minimally or partially encapsulated die and wafers.

The stapdard defines the minimum requirements for the data that are needed to descripe such
die prodlucts and is intended as an aid to the design of and¢/procurement for asgemblies
incorpofjating die products. It covers the requirements for data,dncluding
e product identity

e product data

e die mechanical information

e test,|quality, assembly and reliability information

e handling, shipping and storage information

It coverp the specific requirements for the data that are needed to describe the gegmetrical
properties of die, their physical properties and the means of connection necessary for their use
in the d¢velopment and manufacture-ef products. It also contains, in the annexes, a vogabulary
and list pf common acronyms.

2 Normative references

The follpwing referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated rgferencesonly the edition cited applies. For undated references, the latest editipn of the
referenced document (including any amendments) applies.

IEC 600504all parts), International Electrotechnical Vocabulary

IEC 60191 (all parts), Mechanical standardization of semiconductor devices

IEC 60191-4:1999, Mechanical standardization of semiconductor devices — Part 4: Coding
system and classification into forms of package outlines for semiconductor device packages
Amendment 1 (2001)

Amendment 2 (2002)

IEC 61360-1, Standard data element types with associated classification scheme for electric
components — Part 1: Definitions — Principles and methods

IEC 62258-2, Semiconductor die products — Part 2: Exchange data formats

IEC/TR 62258-3, Semiconductor die products — Part 3: Recommendations for good practice in
handling, packing and storage
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IEC/TR 62258-4, Semiconductor die products — Part 4: Questionnaire for die users and
suppliers

IEC 62258-5, Semiconductor die products — Part 5: Requirements for information concerning
electrical simulation

IEC 62258-6, Semiconductor die products — Part 6: Requirements for information concerning

thermal

IEC/TR

simulation

62258-7, Semiconductor die products — Part 7: XML schema for data exchange

|IEC/TR g2268-8—Seniconductor—die—produets—Part—85—FEXRPRESS—medel—sehema—or data
exchange

ISO 14644-1:1999, Cleanrooms and associated controlled environments — Part_1:Classification
of air clganliness

3 Terms and definitions

For the|purpose of this document, the following terms and dgfititions are applicable| All the
terms apd definitions defined here are in addition to the relevant terms and definitions |that are
defined |in IEC 60050 series 1. Additional terms and acrényms are given for information in
Annexes$ A and B.

3.1 Basic definitions

3.11

die (singular or plural)

separat¢d piece(s) of semiconductor wafer‘that constitute a discrete semiconductor gr whole
integratéd circuit

3.1.2

wafer

slice or| flat disc, either of semiconductor material or of such a material depositgd on a

substrate, in which devices or circuits are simultaneously processed and which
subseqyently separated-into die

313
singula
individu

3.1.4
singula
die sep

ted die
bl and“distinct die which have been separated from the wafer

may be

tion
aration

separation of wafers into individual die devices, including sawing, scribing and dicing

3.1.5

bare die
unpackaged discrete semiconductor or integrated circuit with pads on the upper surface

suitable

for interconnection to the substrate or package

1 The terms in this series are available at www.Electropedia.org, also known as the “IEV On line”.
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3.1.6

bare die with connection structures

unpackaged die that have had added bumps, lead frames or other terminations to interconnect
for electrical attachment

NOTE Typically these can be die that have had solder or other metallic bumps added to the metallised pads on
the die in the form of peripheral bumps or arrays (also known as flip-chip) or die that have had fine leads attached
to the metallised pads on the die known as TAB.

3.1.7
minimally-packaged die
MPD
die that have had some exterior packaging medium and interconnection structure added for
protectipn and ease of handling

NOTE This definition includes such packaging technologies as Chip Scale Package (CSP)(and W4fer Level
Package {(WLP) in which the area of the package is not significantly greater than the area of the\bare die.

3.1.8
die devjce
bare dig, with or without connection structures, or a minimally-packaged die

3.1.9
data package
aggregdte of information on a die device produced in compliance with this standard

3.2 Q@eneral terminology

3.21
chip
common parlance for die

3.2.2
chip schle package
chip size package

CSP
generic [term for packaging ‘technologies that result in a packaged part that is only marginally
larger than the internal dje

3.23
wafer lgvel package
WLP
generic |term” for packaging technologies in which the encapsulation and any intercopnection
structurgstare added to the wafer before separation into individual die

3.24
discrete (semiconductor)
single two-, three- or four-terminal semiconductor device

NOTE Discrete semiconductors include such devices as individual diodes, transistors and thyristors.

3.25

hybrid (circuit)

module or encapsulated sub-assembly that comprises semiconductor die and printed or
otherwise attached passive components

NOTE Also see multi-chip module and multi-chip package.
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3.2.6

known good die

KGD

qualification of a semiconductor die which indicates that the die has been tested to a specified
or determined level of quality or “goodness”

NOTE A commonly accepted definition of KGD is a die that has been tested and/or screened to quality levels that
are of the same order as those applicable to the equivalent packaged parts.

3.2.7

package
total assembly which protects one or more electronic components from mechanical,
environmental and electrical damage throughout its operational life and which provides means
of interqonnection

3.2.8
packag|ng
process|of assembling one or more electronic components into a package

NOTE The use of “packaging” as a participle (e.g. “When packaging ICs into\@ual-in-line packagg¢s ..."”) is
deprecatdd.

3.2.9
packing
material which is used to protect electronic items from mechanical, environmental and
electrical damage during transportation or storage <and which is discarded prion to the
incorpofjation of the item into its end application

3.2.10
multi-chip module
MCM
module fthat contains two or more die and/or minimally-packaged die

NOTE A]so see hybrid 3.2.5 and multi-chipipackage 3.2.11.

3.2.11
multi-chip package
MCP
package that contains two“or more die and/or minimally-packaged die

NOTE AJso see hybrid«3.2.5) and multi-chip module (3.2.10).

3.2.12
system|in‘a-package
SiP
functional system or sub-system in a single package that contains two or more die devices that
individually perform separate system functions

3.2.13

multi-device sub-assembly

MDS

sub-system which consists of multiple electronic devices including at least one integrated
circuit

NOTE This is a generic term which includes, among others, hybrid, MCM, MCP and SiP.

3.2.14

pad

conducting feature on a die device forming a terminal to which external electrical connections
are made
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NOTE For bare die without external connections, the pad acts as the terminal itself. For bumped die the terminal
is in the form of additional conducting material placed on a pad whilst for die with attached lead frame the terminal
is in the form of a conductor connected to the pad and extending from the die.

3.3 Semiconductor manufacturing and interconnection terminology

3.3.1
mask
a) optical overlay used in photo-etching during the process of semiconductor fabrication

b) major individual patterning stages that are used within the fabrication process
3.3.2

layer
level in fhe interconnection structure on a die device

3.3.3
passivdtion
top or final processing and covering on a die, usually of semiconductor oxide or nitride, that
protecty and seals the active areas of the die from further external chemical or meghanical
contamipation

NOTE Bpnd pads require an opening in this passivation to allow electrical contact:

3.34
scribe ljine
scribe lane

area sufrounding the die that is set aside on the wafer for the purposes of scribing and sawing
the die from the wafer

NOTE This feature may be covered by many other terms\such as scribe street, saw lane, dicing lane etc.

3.3.5
wire bonhding
process|of attaching interconnection wire or ribbon to a die

3.3.6
bond pads
metallised areas on the,die* that are used for temporary or permanent electrical copnection
(bonding)

3.3.7
bump
pillar
post
column
raised metallised area on the die that is used for temporary or permanent electrical connection

3.3.8

lead frame

supporting structure upon which a die is mounted and which also includes the connection
structure to which the die is bonded

3.3.9
die attach
method and materials used to attach a die to a substrate

3.3.10

flip-chip

semiconductor die which is electrically and/or mechanically connected to an interconnection
structure in such a way that the active area faces the interconnection structure
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interposer
material placed between two surfaces giving electrical insulation, mechanical strength and/or
controlled mechanical separation between the two surfaces

NOTE An interposer may be used as a means for redistributing electrical connections and/or allowing for different
thermal expansions between adjacent surfaces.

3.3.12

redistribution
process of moving terminals on die to more convenient positions by additional connectivity
layers or by the use of an interposer

3.3.13

die stag
wafer s
placing

NOTE 1

NOTE 2

3.3.14
through
TSV
intercon
surface

NOTE T
or the via

4 Ge

Supplie
sufficien
product
standar

Whilst

Internat
manufa
make i

commeicially sensitive may be supplied under the terms of a non-disclosure agreement

king
tacking
bf die or wafers on top of each other to form a three dimensional stack die stach

Die are interconnected by wire-bonding, edge plating or printing, or by using through silicon vias

Die or wafers may be stacked back to face and/or face to face.

silicon via

nection structure made through the semiconductor’material of the die device f
of the device to the other

he via may also have a bump, pillar or post attached to either or both sides to enable stacking
itself may form a copper nail.

neral requirements

s of die devices shall furnish, in a data package, information that is necess
t for users of the devices\at’all stages of design, procurement, manufacture an

.

t is expected._that much of the information supplied in conformance W
onal Standard’ will be in the public domain and available from such sou
cturers’ data- sheets, this specification does not place an obligation on a su
nformation’ public. Any information that a supplier considers to be propri

ng

fom one

f the die,

ary and
i test of

5 containing them. Details’ of the requirements are given below and in other parfs of this

ith this
rces as
bplier to
btary or

For furtt

er detaits of requirerments; Tefer to Ctauses 6to 12

5 Data exchange

It is recommended that data intended for exchange by electronic means should be formatted in
accordance with the provisions of IEC 62258-2, IEC/TR 62258-7 and IEC/TR 62258-8. The
questionnaire in IEC/TR 62258-4, and the associated spreadsheet, may be used as an aid to
compliance with the requirements of this part of the standard with the possibility of converting
the spreadsheet content into one of the exchange formats.
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6 Requirements for all devices

6.1 Data package

6.1.1

General

Information on the data package itself shall be supplied, including sources of the information,
its version and corresponding dates.

6.1.2

Information source

The identity of the organisation or individual responsible for creating the data set shall be given.

6.1.3

The ver

6.1.4

Data version

5ion and/or date of creation of the data set shall be given.

Data exchange formats

Where fhe data are supplied in a form suitable for data exchange using a defined schg

identity

and version of the schema shall be stated. In addition, if/the’ data were produg

softwarg package, the identity and version of the software should\also be given.

NOTE F
and IEC/T

6.2

[«

6.2.1

The ide

br information on suitable defined schemas, reference shouldbe made to IEC 62258-2, IEC/TH
R 62258-8.

entity and source
General

ntity and source of supply for die.devices shall be given with sufficient inform

the customer to communicate adequately.with the supplier.

ma, the
ed by a

62258-7

htion for

ntify the

6.2.2 Type number

The type number or reference name given by the manufacturer and/or supplier to ide

die dev|ce as supplied to_the' customer shall be given. In addition, the type number of an
equivalgnt packaged partusing the same die should also be given.

6.2.3 Manufacturer

The identity of the/firm responsible for manufacture of the die or wafer shall be given.

6.2.4 Supplier

The identity of the supplier of the die when this is different from the die manufacturer shall be
stated.

6.2.5 Signature

Where information on the identity of the device is embedded electronically or optically, this
should be stated together with details of the methods needed to read it.

63 F

unction

A description of the electrical function and performance variants of the die device shall be

given.
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hysical characteristics

Semiconductor material

The type of active semiconductor material used in fabricating the die device should be stated.

6.4.2

Technology

The technology of manufacture of the die device, for example CMOS, BiCMOS, bipolar etc.

shall be

stated.

6.5 Ratings and limiting conditions

6.5.1

Either th
voltage

NOTE |If

6.5.2

The ran
its publi

6.6 C
6.6.1

The elg
betweer]

6.6.2

The nun

6.6.3
For eac

a) pos

geometric origin

b) sha

Power dissipation

e power dissipation within the die or the operating supply current at nominal o
under stated normal operating conditions shall be provided.

figures for both typical and maximum power dissipation are available, both shouldbe given.
Operating temperature

ge of operating temperatures of the die over which the«device will operate accd
shed specifications shall be given.

onnectivity
General

ctrical function of all terminals shall *be given in such a way that the relat
electrical function and geometric poSition of the terminals are fully defined.

Terminal count

nber of separate terminals,‘pads or other connections on the die device shall be

Terminal information
h terminal or pad,on the die device, the following information shall be given :

ftion — the) 'coordinates of the geometric centre of the terminal with respeg

be —the shape and associated dimensions of the terminal at that position

perating

rding to

onships

stated.

t to the
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c) orientation — the orientation of the terminal with respect to a reference direction on the die
device

d) signal name — the name of the signal or supply connection made to the terminal

e) signal type — the type of signal, power supply or other connection to each terminal (input,

outp
6.6.4

ut, supply voltage, no connect etc.)

Permutability

Where applicable, information should be given which is needed to specify logical and/or

physical

permutability of terminals and functional blocks of a die device.

6.7 DE_r.u_m_gn_Lation
Data sheets containing all the information prescribed herein shall be provided. These

supplied

6.8 F
6.8.1
The phy

singulat
packagi

6.8.2

Informa
and stof

as hard copy or in electronic form.

orm of supply
Physical form

sical form in which the die devices or wafers are supplied shall be stated, wh
bd die, sawn or unsawn wafers and with or without connéection structures or

hg.
Packing

ion on the packing used to protect the die devices or wafers during handling, s
age shall be given.

6.9 Slimulation and modelling

6.9.1

Informa

General

ion should be given on simulation models and the corresponding simulators g

for simylation and modelling of lelectrical and thermal performance.

6.9.2

Electrical modelling and simulation

The avdilability of any. models for simulation or test of the die device should be stated

with infd

For dets

rmation omthe simulator packages for which they are intended.

iled requirements, reference should be made to IEC 62258-5.

may be

bther as
minimal

hipment

vailable

ogether

6.9.3

—Fhermat-dataandmedeting———————————————

Thermal properties needed for thermal modelling of the die device should be given.

For detailed requirements, reference should be made to IEC 62258-6.


https://iecnorm.com/api/?name=1360dfbb784b8f408971f4a1278d3702

62258-1 © IEC:2009 -17 -

7 Requirements for bare die and wafers with or without connection structures

7.1 General

This clause covers the requirement, in addition to those in Clause 6 above, for bare die and
wafers with and without connection structures.

7.2 Identity

7.2.1 General

All die devices—shs 3 er—consisting TE se-designe —which shall
distingu|sh each die device from all other die devices and from equivalent packaged parts.
Such identifiers shall ensure the ability to distinguish among different versions of\die [that are
intended to perform the same or different functions.

Trave—arrtder

7.2.2 Die name

The name given by the manufacturer to identify the die shall be given.

7.2.3 Die version

The rev|sion or step code to identify the mask version or révision used in production of the die
shall be|given.

7.3 Materials
7.3.1 Substrate material

Where the die is fabricated using a different material as a substrate to support the active
semicorjductor material, the type of this_material should be stated.

7.3.2 Substrate connection

Any reduirements on connection to the substrate of the die to ensure that the mdgterial is
correctly biased shall be given and it shall be made clear whether a substrate conngction is
obligatofy, optional or forbidden.

7.3.3 Backside-detail

For a dig intended for wire bonding, details of any surface finish and plating applied to p die on
the surface Wwhere it is attached to the mounting surface shall be given.

7.3.4 Passivation material

The material used in the final passivation layer on the surface of the die for protection and
insulation should be stated.

7.3.5 Metallisation

The material used for the metallisation on the die over that part of the surface that includes the
bonding pads should be stated.

7.3.6 Terminal material

For bumped die and die with attached connection structures, the material used in forming the
terminal connections shall be stated including any finish applied to the surface.
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7.3.7 Terminal structure

For bumped die and die with attached connection structures, information on the structure of the
terminal connections should be given, including any redistribution layers. For bumped die, this
should include a description of their method of attachment and details of any under-bump
materials

7.3.8 Vias

The structure of all vias should be given, including the materials used and their positions on the
die.

7.4 Geometry
7.4.1 General
All phydical dimensions needed for layout and assembly of a product containing die shall be

given. These shall include dimensions of the die and the size, shape_.and positign of all
terminals.

7.4.2 Units of measurement

The unifs in which die and terminal dimensions are given shall:be stated. For exchangg of data
that compplies with IEC 61360-1, all dimensions shall be given in metres.

7.4.3 Geometric view

A staterpent shall be made as to whether the die is*viewed from the top (active side upwards)
or bottom (active side downwards). The preferred.view is from the top.

7.4.4 Die size
The makimum length and width of the*die shall be given:

a) for hare die these are the maximum dimensions after sawing or if these are not ayailable,
the gtep-and-repeat dimensions

b) for wafers these are the.step-and-repeat dimensions.
7.4.5 Die thickness

The thigkness of the-finished die shall be given.

7.4.6 Dimension tolerances

Toleran b far Ain oion Adinthinkbnaca noad Aitmanaciane AanA nad Arciti~ane ol ld he ~ivd n
CCoTOTT O C—SoZ=C— G et oI C oo Pat— S e oo o artUpPpa P o StoTs—SToot— ot —grvell.

7.4.7 Geometric origin

The coordinates of a reference position on the die with respect to the geometric centre of the
die surface shall be given. This forms the origin of the coordinate system with respect to which
the position of die features, such as pad positions and fiducials, are referenced.

7.4.8 Terminal shape and size

For die with connection structures in the form of bumps, balls or similar, the height of the
terminals perpendicular to the die surface shall be given. In addition, the tolerance on the
height of the terminals, their shapes and dimensions parallel to the die surface should also be
given. Where appropriate, a drawing or diagram of the terminals should also be supplied as a
document or in electronic form using a suitable graphics format.
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7.4.9 Die fiducials

Information should be given on identifying marks on the die that serve to assist in its
differentiation from other die and in orientation for mounting. This information should include
pictures of the fiducials, supplied as a document or in electronic form using a suitable graphics
format, together with the size and position of each.

7.4.10 Die picture

A drawing or photograph of the die which shows the relative positions of the pads, bumps or
lead-frame connections should be supplied as a document or in electronic form using a
suitable graphics format.

7.5 V\llafer data
7.5.1 General

Where glie are supplied in the form of sawn or unsawn wafers, the following information shall
be supplied as necessary.

7.5.2 Wafer size

The dianeter and thickness of the wafer shall be given and the tolerance on the thickness of
the waf¢r should also be given.

7.5.3 Wafer index

The formh and orientation of any index should be stated.

7.5.4 Wafer die count and step size

The grops die count and die step sizes should be given.

7.5.5 Wafer reticules

If die arg supplied in wafer form with reticules, the gross die count and die step sizes should be
supplied for each reticule.

8 Minimally-packaged devices

8.1 General

Informafion”’as described in the following subclauses is required in addition to that required in
Clause 6—and—anyrelevantinformationas—definedinGClauseF+—Whereappropriate;—reference
should be made to standard package outline styles in IEC 60191 series or in corresponding
national standards.

8.2 Number of terminals
The number of terminal positions and the number of actual terminals shall be given. Where

terminals are disposed over a rectangular array or along the edges of a rectangular package,
the numbers of terminal positions in each of the length and width directions shall also be given.

8.3 Terminal position

Information shall be given which will allow the user to determine the position of all terminals on
the device.
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Where the terminals are not in a regular rectangular array, the information shall be a list of the
coordinates of the geometric centres of all terminals with respect to the geometric origin.

Where information is not given in this form and where terminals are in a regular rec
array, the information shall be given in such a form that there is sufficient inform
deduce the geometric position of every terminal in the array:

a) terminal pitch - the distance between the centres of adjacent terminals. If the
different for the length and width directions, both values shall be given;

tangular
ation to

pitch is

b) terminal pattern - the pattern of occupied terminal positions shall be given either by an

associated diagram or other representation.

8.4 rmimat shrapeand size

The type of terminals on the device shall be stated, for example ball-grid atray,
following information shall be given:

a) for ball- or column-grid arrays, the height of the terminals perpendicular-to the die
shall be given. In addition, the tolerance on the height of the terminals, their sha
diménsions parallel to the die surface should also be given. Where ‘appropriate, a
or diagram of the terminals should also be supplied as a document or in electro
using a suitable graphics format.

and the

surface
pes and
drawing
hic form

b) for mon-leaded packages, the dimensions of the effective footprint area on the mounting

surface shall be given.

8.5 Tvice size
The makimum length and width of the minimally-packaged device shall be given. As
tolerandes should also be given.

8.6 Seated height

The makimum seated height of thesminimally-packaged device when mounted shall b
Associafed tolerances should also'be given.

8.7 Encapsulation material

The typ¢ of material uséd for the outer coating or encapsulation of the device should beg

8.8 Moisture sensitivity

The mojisture’/sensitivity level (MSL) of the encapsulation should be given together

sociated

e given.

stated.

with the

standar¢l against which it is defined.

8.9 Package style code

The package style code in accordance with IEC 60191-4 should be given.

8.10 Outline drawing

Where appropriate, a dimensioned outline drawing of the device should be supplied either as a

document or in electronic form using a suitable graphics format.
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9 Quality, test and reliability

9.1 General

An indication of the expected quality level and information on device reliability shall be given.

NOTE Quality, test and reliability information, if deemed sensitive, may be subject to a non-disclosure agreement
(NDA) between supplier and purchaser.

9.2 Outgoing quality level

9.2.1 Value

Information shall be given on the outgoing quality level of the die product. Thisymay, for
example, be expressed as defects per million (dpm), acceptable quality level (AQL) pr other
metric.

9.2.2 Description

The mdgnufacturer or supplier shall provide a description of the method, parameters and
associafed values used to calculate the outgoing quality level asstated in 9.2.1. Infgrmation
should also be given on the procedures used to assess the quality of the die devices|and the
stages of the production process at which they are applied.

9.3 Electrical parameters specified
The mahufacturer or supplier shall state the conditions for which the electrical parameters are

specifiefl, but it is the responsibility of the customer’to review all data supplied for spitability
within h{s module design requirements and end.application.

9.4 Compliance to standards

The compliance of the die device to an{ specific standards shall be stated.

9.5 jdditional device screening
The eXistence of additiohal® screening specifically for die devices, employed |by the

manufagturer or supplier; for the purposes of standards compliance or for enhancing ¢utgoing
reliability should be stated:

9.6 Product status

status of the product, for instance, an impending electrical/mechanical change to the di¢ device,
such asladie shrink or planned end of production of the device

The maFufacturer shall make available, upon request, information stating the availabfility and

9.7 Testability features

Information should be supplied on designed-in testability features (e.g. redundancy, control
fuses, error correction, ad-hoc structured boundary scan, built-in self test etc.) with description
and explanation of each where it is required for customer testing and does not infringe
intellectual property rights.

9.8 Additional test requirements

Any other product-specific information relevant to electrical testing by the user should be given,
for example special test strategy or voltage stress to achieve quality goals.
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9.9 Reliability
9.9.1 Reliability estimate

A reliability estimate for the die product type shall be supplied. The corresponding reliability
value shall be supplied as a FIT rate, MTTF or other metric, together with the conditions for
which the estimate was made.

NOTE Final module reliability is a combination of the individual die type reliability, quantity of die in the module,
substrate signal routing, thermal dissipation properties and many other variables. Any reliability data so provided by
the manufacturer or supplier should be treated as only for an individual die device type, and only as “as received’,
not “as assembled”.

9.9.2 Reliability-ealetation

The method, parameters and data upon which the estimate of reliability is based ghall be
stated.

10 Hapdling and packing

10.1 (eneral requirements for all devices
10.1.1 | General

Information necessary for handling of the die shall be~ptovided, including, as appfopriate,
details ¢f the form in which the die are supplied and af)the form of packing for shipment and
recommiendations for ESD protection.

All shigping and handling methods shall previde a system for coding and maijntaining
traceablllity of each die to its wafer lot.

Information specified in this clause shallk either be on the die device, primary or secondary
packing} or on accompanying documentation including, where appropriate, invoices.

The user should be aware that; unless each die is uniquely identified, additional procedures
and dog¢umentation will be required to maintain traceability once the die device has been
removed from the primary packing.

All shipping methods.shall provide protection from mechanical damage, electrostatic discharge
(ESD), and contamination, while allowing recovery of die. If multiple units are shipped in the
same package, méans such as a waffle pack or a wafer boat shall be provided to preyent any
intermingling that‘could cause physical damage.

Each sHipping method should also provide a means to prevent excessive movement or|rotation
of product such as may cause damage to or prevent the automated handling of the product.

For detailed guidance on topics covered by this clause, reference should be made to
IEC/TR 62258-3.

NOTE This information as required by this clause is supplied with the delivered product and does not form part of
the data package.

10.1.2 Customer part number

The part number designated and required by the customer shall be stated where this is
different from the type number or the manufacturer’s part number.


https://iecnorm.com/api/?name=1360dfbb784b8f408971f4a1278d3702

62258-1

10.1.3

© IEC:2009 -23 -

Type number

The type number or device name given by the manufacturer to identify the finished die as
supplied to the customer shall be given.

10.1.4

Supplier

The name of the supplier shall be stated.

10.1.5

Manufacturer

The name of the manufacturer, if different from the supplier, shall be stated.

10.1.6
The sup

batch of
lot shall

10.1.7

The totd
such as

the number of good die on the wafer.

10.1.8

The ma

electrosfatic damage should be given.

10.1.9

The sup

met detailing appropriate measures faken to protect the environment.

NOTE C
the contrd

10.2 Slpecific requirement for bare die or wafers — mask version

The rev

Traceability

plier lot number, or any other information necessary to uniquely link the 'die dg
devices, to the corresponding documentation from the wafer fabrication lot an
be stated.

Quantity
| quantity of die in the shipment and the breakdown of quantities in each pach
waffle pack, reel or wafer shall be stated. In the caseyof wafers, this quantity

ESD sensitivity

Kimum allowable limits and methodology used to specify the sensitivity of the d

Requirements for environmentalprotection

plier shall make a declaration-that national or regional legal requirements ha

onsideration should alsq_be, given to the recycling of packing materials, reuse of packing mat
| of toxic materials.

sion or stép-code to identify the mask version shall be given.

10.3

pecific requirement for wafers — wafer map

bvice, or
H/or test

ing unit
may be

evice to

ve been

brials and

) enable

the user to identify good die products or grades of die products This information may be
supplied in the form of a wafer map, in printed or electronic form, showing the results from the

test and

uniquely identifying selected die on the wafer.

Alternatively, the wafer itself may be physically marked, for example by marking reject or
secondary grade die by an ink dot, in which case a corresponding statement shall be made as

to the si

104 S
10.4.1

ze, nature and meaning of the marks.

pecial item requirements

General

If there are special requirements for unpacking and handling the product, appropriate labelling
of primary and secondary packing shall provide warnings to persons handling the container.
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10.4.2 Special protection requirements

A description of any unique materials or exposed surfaces that may require special protection
during handling shall be given. For example, some die devices must not be touched on the top
surface or some die devices must not be exposed to UV light.

10.4.3 Unencapsulated die warning label

When the primary package contains unencapsulated die or wafers, information shall be given
to indicate that a container is to be opened in a controlled environment as classified by
ISO 14644-1. This information shall be in the form of a warning label affixed to the primary
packing.

10.4.4 | Toxic material warning

When the package contains toxic material, adequate warning information shall be given in
accordance with legal requirements and regulations applicable throughout the supply chain.

10.4.5 | Fragile components warning

When the package contains fragile components that could be damaged when the container is
opened) an appropriate warning shall be included on the primary\packing.

10.4.6 | ESD sensitivity warning

When the package contains ESD sensitive components that could be damaged when the
productlis handled, an appropriate warning shall be.included on the primary packing.

11 Stqrage

11.1 (eneral

Die proflucts are normally moisturevand oxygen sensitive and any environment used |[to store
die shotyld be designed to reducethe risk of contamination whilst ensuring that the|product
degradgtion is minimised.

Bare di¢ and wafers are_also placed into long term storage, known as wafer banking, as a
solution| to the componéent obsolescence problem. Whilst it is accepted that bare [die and
wafers ¢an be stored‘for long periods of time, the storage conditions and packing materials
need tolensure minimum product degradation during storage.

For defailed )guidance on topics covered by this clause, reference should be made to
IEC/TR [62258-3.

11.2 Storage duration and conditions

Specific issues that affect the maximum duration of storage shall be stated together with the
conditions under which this storage period is valid.

11.3 Long-term storage
Where product has been intentionally stored for an extended duration, the long-term storage

conditions shall be given and the supplier shall certify that these conditions and traceability of
product stored have been maintained.

11.4 Storage limitations

Any limitations on the storage of a die device should be stated.
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12 Assembly

12.1 General

Whilst it is accepted that the semiconductor manufacturer or supplier has neither control nor
liability over the assembly methods used by the assembler of die products, there may be
specific instances where additional information is required for correct assembly or operation of

the die.

This may be of particular importance for the assembly of MEMS products.

Items related to assembly that are essential to the correct use of the product are detailed in
this clause.

12.2 Attach methods and materials

Informa
shall be

12.3 Bonding method and materials

Informa
suitable

operatign of the die.

12.4 Attachment limitations

12.4.1

Any limi

be stated, for example, any areas on the die where it is not allowed to apply ultrasonic f

pressur

12.4.2

The ma

device goldering or other manufacturing process shall be given. The maximum time f

the dev

should also be given.

12.5 Plrocess limitations

Any lim
warning

given where required for proper assembly of the product.

ion on special bonding methods to be used shall be given together with inform
bonding materials where these methods and/or materials are required for

General
fations on the methods, materials or procésses used for attaching the die devics

b or place additional materials.

Temperature/time profile
ximum temperature to whi¢h'the device may be exposed during any part of dig

ce may be exposed, to.the maximum temperature during any part of these pr

[tations (on* the processes used in bonding the die should be stated, for &
5 shoutdrbe given of active circuitry under any bond pad.

ion on special or abnormal attach methods and materials, including pre*eonditioning,

ation on
correct

b should
ower or

attach,
br which
bcesses

xample,
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Annex A
(informative)

Terminology

A.1 Assembly terminology

A11

mountin
circuit b

A.1.2

Chip-On-Board (COB)

g and attach technology where the die is mounted onto a substrate, oftenJa
pard

MCM-C

MCM uging interconnections on a ceramic substrate

A13

MCM-D

MCM uding interconnections on a dielectric substrate

A1.4

MCM-L

MCM uging interconnections on a laminated substrate

A.1.5

assemb
PCB, wi

A.1.6

commo
attache

A2 1

A.21

range o
in perfo

A.2.2

Surface Mount Technology (SMT)
thout the need of holes to align and‘connect to the component pins
pin-in-hole

by and connected to pins or leads that are mounted through holes in the PCB.

[est terminology

absoluteimaximum ratings

voltages, currents, temperatures, etc., beyond which a device may suffer deg
mance or reliability, may cease functioning or may suffer irreversible damage

printed-

y and PCB technology requiring thetcomponents to be mounted on the surfgce of a

term used to express~ah assembly and PCB technology whereby compongnts are

radation

bond pull

test involving the pulling of the bond wires to destruction to determine the strength of the bonds

A.2.3

burn-in

time/temperature/voltage related process intended to uncover potential failures

A.2.4

number

Defect Level (DL)

of undetected defects in a lot
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A.2.5 Device Under Test (DUT)
actual semiconductor device that is currently undergoing electrical or environmental test

A.2.6 ESD Protected Area (EPA)
area or workplace that has protection against ESD

A.2.7 Electro-Static Discharge Sensitive device (ESDS)

device with known sensitivity or susceptibility to ESD

A.2.8 lot accept number

maximuln number of devices, which may fail a sample test without causing rejection of

A.2.9 lot reject number

for a sample test, the number of failed devices which will cause lot rejection

A.2.10 | Lot Tolerance Percent Defective (LTPD)

he lot

single-lgt sampling concept that statistically ensures rejection ,0f.90 % of all lots Having a

greater percent defective than the specified LTPD

A.2.11 | prober
maching to facilitate the electrical connection to individual die on a wafer

A.2.12 | resistance to solvents

test thal requires immersion of sample devices“in such solvents as trichlorotrifluoroethpne and

methylehe chloride, followed by brushing to.determine the durability of unit marking

A.2.13 | sampling plan

statisticplly derived set of sample  sizes, accept numbers, and/or reject number wiich will

confirm [that a given lot of materials meets established AQLs or LTPDs

A.2.14 | stabilisation bake

placemgnt of devices ih a chamber at elevated temperature without electrical bias

A.2.15 | temporary carrier

system |of contacts, used to hold die during electrical test, which does not make pef
contact fto_the/die, and which possibly can be re-used

A.2.16 testability
measure of whether an IC can be electrically tested economically in production

A.2.17 tester

manent

generic term generally relating to an electronic apparatus designed and used for the purposes

of testing and analysing electronic components, including integrated circuits

A.2.18 test vectors

series of test stimuli and expected responses applied to and received by either a simulator to a

device model, or a tester to an actual device

A.2.19 wafer inking

process of applying dots of ink to individual die on a wafer to indicate reject or failed devices
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A.3 Semiconductor terminology

A.3.1 metal
metallic conducting layer, usually but not specifically aluminium

A.3.2 via

void or hole in a non-conducting layer in order to allow two or more conducting layers to be
connected

A.3.3 thermal via

via inclydedfortheexpress purpose of assisting thermmatconductivity

A.3.4 poly
layer copsisting of poly-crystalline silicon

A.3.5 passivation step

change| in thickness of the passivation for metal-to-metal ,or “metal-to-semicgnductor
interconnection by design, where passivation layers have been rémoved as a result of normal
device grocessing

A.3.6 glassivation

top layegr(s) of transparent insulating material that.covers the active circuit area including
metallisption, except bond pads. Also see passivation

A.3.7 crazing

minute ¢racks in the glassivation

A.3.8 glob top

encapsulation performed by depasSiting an epoxy resin or similar material over a bonded or
attached die

A.3.9 contact window

opening| that has been_etched in the semiconductor oxide, nitride or other insulating layer,
grown ¢r deposited-directly onto the die, so as to allow ohmic contact to the underlying
semicorjductor material

A.3.10 | flat

missinglsedment of a circular wafer used for orientation purposes

A.3.11  under-bump metallisation

metallic layer placed on a pad to provide a good connection between a bump and the pad

A.3.12 wafer-level packaging

technique of partial encapsulation and protection of die whilst still on the wafer and before the
wafer is sawn or divided into singulated die

A.3.13 reflow
technique for connection of components to a substrate by reheating and melting solder

A.3.14 thickness reduction

process of reducing the thickness of die or wafer for a specific application
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A.3.15 bipolar (technology)
fabrication technology, resulting in the creation of bipolar devices

A.3.16 Metal Oxide Semiconductor (MOS)
fabrication technology, resulting in the creation of FET devices

A.3.17 N-type Metal Oxide Semiconductor (NMOS)

fabrication technology that results in the creation of NMOS FET devices

A.3.18 P-type Metal Oxide Semiconductor (PMOS)
fabrication technology that results in the creation of PMOS FET devices

A.3.19 | Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS)
fabricatijon technology that results in the creation of both NMOS and PMOS EET device

o

A.3.20 | BiCMOS
transistgr fabrication technology, resulting in the creation of both bipoJar and CMOS deyices

A.3.21 | GaAs
Gallium| Arsenide (GaAs) technology. A semiconductorn¥aterial having higher perf¢rmance
speeds than silicon
A.3.22 | micron
unit of length, 10~ m. Commonly used to describe the geometry of a process, the smallest
viable dmension sustainable and practicablesin that process
A.3.23 | mil

unit of I¢ngth, 10=3 inch. A non-preférred unit commonly used in describing the dimensipns of a

die

A.3.24 | Multi-Project Wafer (MPW)
a means of processing/prototypes or low volume runs of different ASICs on the same wpfer

A.3.25 | Silicon On‘Insulator (SOI)

fabrication technelogy that uses an insulating material as the bulk material instead of| Silicon,
which mlay be Sapphire (SOS)

NOTE It7S generally implied that an SOl technology is also a CMUS technology.

A.3.26 Silicon On Sapphire (SOS)

fabrication technology that uses sapphire, a variety of corundum (Al,O3), as the bulk material
instead of silicon

NOTE It is generally implied that an SOS technology is also a CMOS technology.
A.4 Semiconductor assembly technology

A.41 ball bond

capillary-formed impact bond of ball shape, using thermosonic or thermocompression action to
create the electrical bond joint
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wedge bond

bond joint created by ultrasonic action

A.4.3
bond joi

A4.4

laser bond
nt created using laser technology

eutectic attach

die attach method relying on a gold-silicon eutectic joint being formed at the Si-Au eutectic
temperature of 483°C

A.4.5

die atta
conduct]

A.4.6

die atta
a condu

A.4.7

die atta
containi

A.4.8

—sitver-gtass-attach
th method using a glass paste loaded with silver particles for thermal and /(0r-¢
vity

polyimide attach

th method using a thermally cured organic compound (polyimide),/optionally co
ctive or thermo-conductive additive

polymer attach
ch method using a thermally cured or thermo-plastic organic compound, o

ng a conductive or thermo-conductive additive

epoxy attach

die attach method using a thermally cured organic compound (an epoxy resin), o

containi

A.4.9
thermal

A.4.10
batch of

ng a conductive or thermo-conductive additive

0,c
resistance between a die junction and the external surface of a package contai

metallisation run
wafers metallised at.the same time. Since the number of wafers accommodate,

evaporgtion (i.e. metallisation) chamber is frequently less than the number of

accomn
come fr

A.4.11

term us

odated by a diffusion chamber, it is possible to have several metallisation run
bm the same ‘wafer run

traces, tracks
ed, to) describe the pattern of electrical interconnects on a substrate (this

lectrical

ntaining

btionally

btionally

hing it

d by the

wafers
5, which

term is

generall

y\used in PCB engineering)

A.4.12

thermal relief

void or series of voids in a thermally conductive layer intended to relieve mechanical stress

caused

A.4.13

by thermal expansion and contraction

wafer back-lapping

action of polishing the back side of the wafer to reduce surface roughness

A.4.14

wafer thinning

action of reducing the thickness of a wafer from the bulk semiconductor to a given value.
Wafers are normally thinned by mechanical means with final polish, plasma etch or CMP
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A.5 Design and simulation terminology

A.51 workstation
computer system, usually multi-user and multi-tasking, with powerful graphics facilities

A.5.2 netlist
software file containing interconnection and instance information pertinent to a specific design

A.5.3 model
mathematical, software or textual representation describing the behaviour of a circuit or device

A.5.4 library
suite of [data representing a semiconductor technology

A.5.5 Simulation Package for Integrated Circuit Electronics (SPICE)

generic |term describing a range of commercial analogue simulators, having common ancestry
in the ofiginal Berkeley SPICE2 electrical simulation program. The-majority of modern SPICE
simulatgrs maintain a common compliance level for SPICE modelling

A.5.6 VITAL

timing cpmpliant library for use with VHDL simulators

A.5.7 Verilog?2

simulatipn and synthesis language, overseen by-the Open Verilog Institute (OVI), and|defined
in IEEE|1364. Verilog® is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc.

A.5.8 Register Transfer Level (RTL)

level of Jogic design abstraction used to simplify the visualisation of a design

A.5.9 Layout Versus Schematic (LVS)

process| to verify a semieenductor IC or MCM layout matches the intended device sghematic
(or netligt)

A.5.10 | Design Rules Check (DRC)

process| to verify that mechanical or topological design rules have not been infringed,
specifically applicable for a semiconductor IC or MCM layout

A.5.11 Electrical Rules Check (ERC)

process to verify that electrical and electromechanical design rules have not been infringed,
specifically applicable for a semiconductor IC or MCM layout and schematic

A.5.12 synthesis
automatic way of carrying out logic design

A.5.13 layout
representation of the geometric implementation of an electronic design

2 Verilog® is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc. This information is given for the convenience
of users of this standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its
products.
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A.5.14 pad layout

drawing, photograph or reproduction of the die metallisation pattern, giving sufficient
information as to the placement of the connection or bond pads

A.5.15 extraction

term given to the mechanism of obtaining electrical and/or netlist data from a
physical/mechanical layout

A.5.16 data pack

collection of information, often including design documentation and test results , which identify
and document all aspects of the qualification process for a given design or a given lot of die

A.5.17 | deck

common expression for a file or files containing either checking rules, e.g. for LVS, ORC and
ERC, orlvariable parameters for simulation, e.g. SPICE

A.5.18 | Joint Test Action Group (JTAG)

international group that resulted in the creation of a test specification and definition rejating to
the intefconnection of ICs and their testability as IEEE 1149.1

A.5.19 | Quality Test Action Group (QTAG)

internatjonal technical group researching into test technigues

A.5.20 | Boundary Scan Definition Language (BSDL)

softwarg language (model) specification for use with and defined in the IEEE 1149.1 gtandard
for bourjdary scan testing

A.5.21 | Die Information Exchange (DIE)
softwarg language and file format specification used for the transfer of pertinent die datp
A.5.22 | Electronic Design Interchange Format (EDIF)

specification for the transfer of electronic CAD data. Current versions are EDIF 2 0 0 apd EDIF
3 0 0, whilst EDIF 4 Q O.supports the description of MCMs

A.5.23 | Initial Graphics Exchange Specification (IGES)

specification-for the interchange of geometric data

A.5.24 STandards—fortheExchange-ofProduet-data(STEP)
ISO 10303 series of standards

A.5.25 Graphical Display System (GDSII)3

software language and file format specification used in the transfer of semiconductor physical
layout design data. GDSII is a registered trademark of Cadence Design Systems.

A.5.26 stream format
alternative name often given to GDSII data

3 GDSII is a registered trademark of Cadence Design Systems. This information is given for the convenience of
users of this standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its
products.
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A.5.27 Caltech Intermediate Format (CIF)

software language and file format specification used in the transfer of semiconductor physical
layout design data, defined and specified by the California Institute of Technology

A.5.28 Drawing eXchange Format (DXF)4

software language and file format specification used to transfer mechanical drawing data. DXF
is a registered trademark of Autodesk Inc.

A.5.29 Comma Separated Variable (CSV)
common data format, where discrete data fields are separated by commas

A.6 J’acking and delivery terminology

NOTE Rlefer to IEC 61340-5-1 for the basic specification on the protection of electrostatic sensitive devices.

A.6.1 date code

three orf four digit number identifying the date of assembly of a lot. The’first one or two digits
commonly identify the year, the last two the week

A.6.2 wafer box, wafer pot
containgr in which wafers may be housed for storage andtransport

A.6.3 waffle tray, waffle pack, die tray

compar{mentalised shallow tray in which the die avay be housed for storage and transpqrt

A.6.4 dry pack
containgr that maintains the moisture gontent of the packages of die devices within gpecified
limits
A.6.5 GEL-PAK™5

proprietary name for a container similar to a waffle pack (q.v.) used for die storage and
transportation which uses a low-tack insert gel in place of compartments to hold the |die in a
specific|position

A.6.6 wafer foil carrier

plastic foil membrane or film stretched across a frame and having one side slightly aghesive,
which hplds'‘a/wafer in position for sawing and subsequent processing

A.6.7 sawn on film
wafers that have been probed and sawn on film and stretched and mounted on a ring or frame

A.6.8 matrix on film

visually good die that are selected from the sawn wafer, placed on film mounted in a ring or
frame, and arranged in a uniform matrix

4 DXF is a registered trademark of Autodesk Inc. This information is given for the convenience of users of this
standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products.

5 GEL-PAK ™ is a registered trademark. This information is given for the convenience of users of this standard and
does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products
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A.6.9 Nitto™6

common proprietary brand of film carrier

A.6.10 vial

packing method in which the die are suspended in a fluid, typically Freon or equivalent

A.6.11 storage time

maximum permissible time that die/wafers may be stored before requiring re-screening

A.6.12 wafer and die banking

intentional storage of finished die and wafers under controlled storage conditions

A.6.13 | tape and reel

method|of packing die for transport secured by adhesion or in enclosed pockets on

tape of yarious available widths, thickness, cavity pitch and size
A.6.14 | SurfTape™7

proprietary brand of tape used in tape and reel delivery forms
A.7 Handling terminology

A.7.1 deionised water (DI)

water thiat has been treated to remove ionic contaminants

A.7.2 mapping
method |of identifying good/bad or selected die on a wafer

A.7.3 orientation

direction in which the die or wafer is located in the packing medium. The direction is ref
from a feature of the die (i«e\'pin 1) or wafer (i.e. flat) to a feature of the packing mediur

A.7.4 tweezers
hand to¢ls that aré used to pick up and hold wafers or die

A.7.5 vacuum pencil

hand tooh'déesigned for the efficient handling of die, or sometimes wafers, without

reels of

erenced
n

causing

damage

A.8 Fabrication terminology

A.8.1 front end of line (FEOL)
processes occurring at the start of wafer fabrication

NOTE FEOL is used in the context of this document to define the point in the process where TSVs are fabricated.

6 Nitto" is a registered trademark. This information is given for the convenience of users of this standard and

does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products.

7 SurfTapeTM is a registered trademark. This information is given for the convenience of users of this standard and

does not constitute an endorsement by IEC of the trademark holder or any of its products.
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A.8.2 back end of line (BEOL)
processes occurring after a wafer has been diffused and passivated

NOTE BEOL is used in the context of this document to define the point in the process where TSVs are fabricated.
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Annex B
(informative)

Acronyms

B.1 Organisations and standards

ANSI American National Standards Institute

ASCII American Standard Code for Information Interchange

BSI British Standards Institution (UK)

CCITT Consultative Committee for International Telegraph and Telephone
CECC CENELEC Electronic Components Committee

CENELEC Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique

DIN Deutsches Institut fir Normung (DE)

DOD Department of Defence (USA)

EECA European Electronic Component Manufacturers Association

EIA Electronic Industries Alliance (USA)

ENCAST European Network for Coordination of Advanced Semiconductor

Technologies (EU project)

ENCASIT European Network for theZCoordination of Advanced System Integratipn
Technologies (EU project)

ESA European Space Agency

ESPRIT] European Strategic Programme for Research in Information Technology

Eureka European:Research and Co-ordination Agency

EU European Union

GOOD-DIE Get Organised Our Dissemination of Die Information in Europe (ESPRIT
project)

HDPUG High Density Packaging User Group

IEC International Electrotechnical Commission

IECQ IEC Quality Assurance System for Electronic Components

IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers (USA)

ISO International Organization for Standardization

JEDEC Joint Electronic Devices Engineering Council (USA)

JEITA Japan Electronics and Information Technology Industries Association

JESSI Joint European Sub-micron Silicon Initiative

NASA National Aeronautics and Space Administration (USA)
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NIST National Institute of Standards and Technology (USA)
NSO National Standards Organisation

PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association
S Systéme International d’unités

B.2 General terminology

BLOB Binary Large OBject

CA Capability Approval

CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory

dpm Defects Per Million

DTD Document Type Definition (for SGML and XML)
DTP Desk-Top Publishing

EMC Electro-Magnetic Compatibility

EMI Electro-Magnetic Interference

FIT Failures In Time

FMEA Failure Mode and Effects Analysis

HDP High Density Packaging

HTML HyperText Markup Language

KGD Known Good Die

MCM Multi-Chip Module

MCP Multi-Chip,Package, Metallised Ceramic Package
MPD Minimally-Packaged Device

MPP Minimally-Packaged Part (see MPD)

MTBF Mean Time Between Failures

MTTF Mean Time To Failure

MTTR Mean Time To Repair

NDA Non Disclosure Agreement

PCB Printed Circuit Board

ppm Parts Per Million

QA Qualification Approval, Quality Assessment
QML Qualified Manufacturing Line

QPL Qualified Products List

SGML Standard Generalized Markup Language (ISO 8879)
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SME
TA

TCE
XML

B.3
AQL
ATE
BEOL
BOAC
CuP
CMP
DBG
DI
DUT
EPA
ESD
ESDS
FEOL
LAT
LTPD
PAT
PoA
RIE
SEM
SPC
TCA
TDC
UBM
WLBI

— 38 —

Small or Medium sized Enterprise
Technology Approval
Thermal Coefficient of Expansion

eXtensible Markup Language

Manufacturing and test terminology

Acceptable Quality Level

AutomaticTest Egquipment
GEHPAReRT

62258-1 © IEC:2009

Back End Of Line

Bond Over Active Circuitry
Circuit under Pad

Chemical Mechanical Polishing
Dice Before Grind

De-lonised water

Device Under Test

ESD Protected Area
Electro-Static Discharge
Electro-Static Discharge.Sensitive device
Front End Of Line

Lot Acceptance Test

Lot Tolerance Percent Defective
Part Average Testing

Pad over Active

Reactive lon Etch

Scanning Electron Microscopy

Statistical Process Control

Temporary Chip Attachment
Temporary Die Carrier

Under-Bump (Ball, Bond) Metallisation

Wafer-Level Burn-In

B.4 Semiconductors

BiCMOS

BJT

Bipolar and CMOS

Bipolar Junction Transistor


https://iecnorm.com/api/?name=1360dfbb784b8f408971f4a1278d3702

62258-

CMOS
FET
GaAs
InP
MOS
MPW
NMOS
PMOS
SOl
SOS

B.5
ATPG
BILBO
BIST
BSDL
CAD
CAE
CAM
CIF
CSVv
DDX
DIE
DRC
DXF
ECAD
EDA
EDIF
ERC
GDSII
IBIS
IGES
JTAG
LVS
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Complementary Metal Oxide Semiconductor
Field-Effect Transistor

Gallium Arsenide

Indium Phosphide

Metal Oxide Semiconductor

Multi-Project Wafer

N-type Metal Oxide Semiconductor

P-type Metal Oxide Semiconductor
Silicon On Insulator

Silicon On Sapphire

Design, simulation and data exchange
Automatic Test Pattern Generation (or Generatot)
Built-In Logic Block Observation
Built-In Self Test

Boundary Scan Definition Language
Computer Aided Design

Computer Aided Engineefing
Computer Aided Manufacturing
Caltech Intermediate Format
Comma Separated Variable

Die Data’eXchange (IEC 62258-2)
Die\lInformation Exchange

Design Rules Check

Drawing eXchange Format

Electronic Computer Aided Design
Electronic Design Automation (see ECAD)
Electronic Design Interchange Format
Electrical Rules Check

Graphical Display System

I/0 Buffer Information Specification

Initial Graphics Exchange Specification
Joint Test Action Group

Layout Versus Schematic
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ovi
QTAG
MRC
RTL
SPICE
STEP
VHDL

—40 -

Open Verilog Institute

Quality Test Action Group

Manufacturing Rules Check

Register Transfer Level

Simulation Package for Integrated Circuit Electronics
STandards for the Exchange of Product data

VHSIC Hardware Description Language

62258-1 © IEC:2009

B.6 Jilectronic technology

ADC
ASIC
ASSP
CBIC
CLB
CSIC
DAC
DRAM
DSP
EEPRO
EPLD
EPROM
FCIC
FPGA
FSM
GA

Analogue to Digital Converter

Application Specific Integrated Circuit
Application Specific Standard Part

Cell Based Integrated Circuit

Configurable Logic Block

Customer Specific Integrated Circuit

Digital to Analogue Converter

Dynamic Random Access Memory

Digital Signal Processing{or Processor)
Electrically Erasable.Programmable Read Only Memory
Erasable Programmable Logic Device
Erasable Rrogrammable Read Only Memory
Full Custom Integrated Circuit

Field Programmable Gate Array

Finite State Machine

Gate Array

GAL

LSI
MPGA
MSI
PAL
PLD
ROM
PROM

Gate Array Logic

Integrated Circuit

Large Scale Integration

Mask Programmable Gate Array
Medium Scale Integration
Programmable Array Logic
Programmable Logic Device
Read Only Memory

Programmable Read Only Memory
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RAM
SOC
SRAM
SSI
VHSIC
VLSI
VRAM

Random Access Memory

System On Chip

Static Random Access Memory
Small Scale Integration

Very High Speed Integrated Circuit
Very Large Scale Integration

Video Random Access Memory

B.7 Ij’ackaging

NOTE F

Some g
variants

C
P

T

Vv
BGA
CERDIR
CGA
COB
DIL
DIP
DSO
Lcc
LGA

PGA

br a comprehensive description of package naming and terminology, refer to IEC 60191-4.

f the package style acronyms below may be prefixed by a single letter to
as follows :

ceramic

plastic

thin

very thin

Ball Grid Array package

CERamic Dual In-line Package
Column Grid Array package
Chip-On-Board

Dual-In-Line package (DIP preferred)
Dual-In<line Package

Dual Small Outline package
Leadless Chip Carrier (QCC preferred)

Landed Grid Array package

Pin-Grid-Array

QCC
QFP
SIP
SMD
SMT
SOIC
SON
SOP

ay-packa g
Quad Chip Carrier package
Quad Flat Pack
Single-In-line Package
Surface Mount Device
Surface Mount Technology
Small Outline Integrated Circuit
Small-Outline, Non-leaded package

Small Outline Package

indicate
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TAB
WLP
ZIP
UBGA
UPGA
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Tape-Automated Bonding

W afer-Level Packaging
Zig-zag In-line Package
micro Ball Grid Array package

micro Pin Grid Array package
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pbfamodel and basic attributes

e Information Exchange (DIE) Format Versionx1.0.3: November 1994
DEC standard J-STD-012 Implementation<of flip-chip and chip scale technology
A/JEDEC JESD16 Assessment of Microcircuit Outgoing Non-conforming Levels
r Million

A/JEDEC JESD46 Guidelines for User Notification of Process Changes by
miconductor Suppliers

A/JEDEC JEP95 Registered and standard outlines for solid state and related pr

ISI/EIA 554 Assessment of microcircuits outgoing non-conformance levels in pd
lion (PPM)

ISI/EIA 657-A Statistical Process Control Systems

ISI/EIA 599 National Electronic Process Certification Standard

ed

Registry

in Parts

bducts

rts per

IE
IE

E T0Z9.7 Waverorm and Vector Exchange Speciiication

EE 1076 VHSIC Hardware Description Language

FED-STD-209 Clean Room and Workstation Requirements, Controlled Environments

Ml
Ml
Ml
IP

L-STD-883 Microelectronics, Test Methods and Procedures
L-PRF-19500 General Specification for Semiconductor Devices
L-PRF-38534 General Specification for Hybrid Microcircuits

C/JEDEC J-STD-020C Standard for moisture/reflow sensitivity classification for

nonhermetic solid state surface-mount devices, July 2004

IPC/EIA J-STD-026 Semiconductor design standard for flip-chip applications, August
1999
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IPC/EIA J-STD-028 Performance standard for construction of flip-chip and chip scale
bumps, 1999

IPC/JEDEC J-STD-033B Standard for handling, packing, shipping and use of
moisture/reflow sensitive surface-mount devices, October 2005

EIAJ EDR-4701B Handling guidance for semiconductors, March 1996

EIAJ EDR-4703 Quality assurance guidelines for bare die including KGD, April 1999
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Partie 1: Approvisionnement et utilisation
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la CEIl:

Cette deuxieme édition annule et remplace la premiére édition publiée en 2005 et constitue
une révision technique.

Les principales modifications ayant été introduites dans la présente édition sont destinées a
assurer la cohérence entre toutes les parties de la norme. L'ordre des paragraphes,
notamment a I'Article 6, a été modifié de maniére a étre plus logique, et le texte de certaines
des exigences, a été amendé de maniére a ajouter les exigences relatives aux informations
supplémentaires objet de la CEI/TR 62258-4, de la CEI/TR 62258-7 et de la CEI/TR 62258-8.
Les nouvelles exigences comprennent les informations sur la permutabilité des bornes et des
éléments fonctionnels (6.6.4) et sur la sensibilit¢ a I'numidité des dispositifs partiellement
encapsulés (8.8).
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

CDV Rapport de vote
47/1974/CDV 47/2004/RVC

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Produits

date de
lonnées
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INTRODUCTION

La présente norme est fondée sur les travaux réalisés dans le cadre du projet ESPRIT 4,
GOOD-DIE, qui a donné lieu a la publication de la série de spécifications européennes
ES59008. Les organismes qui ont aidé a la préparation du présent document incluent des
membres du projet européen IST ENCASIT, JEITA, JEDEC et ZVEI.

La structure de la présente norme internationale telle qu'actuellement congue est la suivante:

Partie 1: Approvisionnement et utilisation

Partie 2: Formats de données d'échange

Partie 3 F ment et le
Partie 4 Questionnaire destiné aux utilisateurs et fournisseurs de puces (rapport te¢hnique)
Partie 5 Exigences d'informations concernant la simulation électrique

Partie 6 Exigences d'informations concernant la simulation thermique

Partie 7 Schéma XML d'échange de données (rapport technique)

Partie 8 Schéma du modéle EXPRESS pour échange de données (rapport techniqlie)

D'autreq parties peuvent étre ajoutées si nécessaire.
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PRODUITS DE PUCES DE SEMICONDUCTEURS -

Partie 1: Approvisionnement et utilisation

1 Domaine d’application

La présente partie de la CEl 62258 a été élaborée afin de faciliter la production, la fourniture et
I'utilisation de produits de puces de semiconducteurs, y compris:

e les tranches,

e les gduces nues isolées,

o les guces et les tranches munies de leurs structures de connexion,
e les puces et les tranches a encapsulation minimale ou partielle.

La présgnte norme définit les exigences minimales applicables aux données nécessajres a la
description desdits produits de puces et constitue une aide &) la conception et a
I'approvjsionnement d'ensembles intégrant des produits de puces)” Les exigencegs ainsi
couvertgs comprennent:

e l'idenptification du produit,

¢ les dqonnées du produit,

e les ipformations mécaniques concernant les puces,

e les ipformations concernant les essais, la qualité, I'assemblage et Ia fiabilité,
e les ipformations relatives a la manipulation,.a.féxpédition et au stockage.
Cette ngrme couvre également les exigences\spécifiques applicables aux données nécg¢ssaires
a la depcription des propriétés géométrigues des puces, leurs propriétés physiquep et les
connexipns nécessaires a leur utilisation pour I'élaboration et la fabrication des prodyits. Elle

fournit §galement, dans les annexes, le vocabulaire utilisé et une liste des acronymes |les plus
communs.

2 Reéférences normatives

Les doguments de weférence suivants sont indispensables pour ['application du |présent
documepnt. Pour les références datées, seule I'édition citée s'applique. Pour les référenices non
datées, |la derniere édition du document de référence s'applique (y compris les éyentuels
amendements).

CEIl 60050.(toutes les parties), Vocabulaire Electrotechnique International

CEI 60191(toutes les parties), Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs

CEI 60191-4:1999, Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs — Partie 4:
Systéme de codification et classification en formes des boitiers pour dispositifs a
semiconducteurs

Amendement 1 (2001)

Amendement 2 (2002)

CEI 61360-1, Standard data element types with associated classification scheme for electric
components — Part 1: Definitions — Principles and methods (disponible en anglais seulement)

CEIl 62258-2, Semiconductor die products — Part 2: Exchange data formats (disponible en
anglais seulement)
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CEI/TR 62258-3, Semiconductor die products — Part 3: Recommendations for good practice in

handling, packing and storage (disponible en anglais seulement)

CEI/TR 62258-4, Semiconductor die products — Part 4: Questionnaire for die users and

suppliers (disponible en anglais seulement)

CEl 62258-5, Semiconductor die products — Part 5: Requirements for information concerning

electrical simulation (disponible en anglais seulement)

CEIl 62258-6, Semiconductor die products — Part 6: Requirements for information concerning

thermal simulation (disponible en anglais seulement)

CEI/TR62258-7, Semiconductor die products — Part 7. XML schema for data‘e
(disponiple en anglais seulement)

CEI/TR 62258-8, Semiconductor die products — Part 8: EXPRESS model schema
exchange (disponible en anglais seulement)

ISO 14p44-1:1999, Salles propres et environnements maitrisés “apparentés — H
Classifigation de la propreté de I'air

3 Termmes et définitions

Pour leq besoins du présent document, les termes et«définitions suivants s'appliquent. ]
termes pt définitions définis ici s'ajoutent aux termes et définitions pertinents définis
série CEI 60050 1. D'autres termes et acronymes sont donnés pour information d
Annexes$ A et B.

3.1 éfinitions de base

3.1.1
puce
composphnt découpé dans une franche de semiconducteur et qui constitue un semicor
discret ¢ou un circuit intégré entier

3.1.2
tranche
disque de faible épaisseur constitué d'un matériau semiconducteur ou d'un tel matériau
sur un qubstrat(dans lequel un ou plusieurs circuits ou dispositifs peuvent étre réalisé
peut étrg ultéfieurement découpé en puces

Kchange

for data

artie 1:

[ous les
dans la
ans les

ducteur

déposé
s et qui

313
puce isolée
puce individuelle et distincte qui a été séparée de la tranche

3.1.4
singulation
découpage de puces

découpage des tranches en dispositifs de puces individuels, ce qui comprend le sciage, le

tracage des chemins de découpe et le découpage en dés

1 Les termes de cette série sont disponibles sur www.Electropedia.org, connu aussi sous l'appellation
ligne ».

« VEI en
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3.1.5

puce nue

semiconducteur discret ou circuit intégré non encapsulé comportant des plages a sa partie
supérieure, permettant l'interconnexion au substrat ou au boftier

3.1.6

puce nue avec structures de connexion

puce non encapsulée a laquelle ont été ajoutés des plots de contact, des grilles de connexion
ou autres bornes de sortie pour interconnexion a un accessoire électrique

NOTE En général, il s'agit de puces comportant des parties métallisées auxquelles ont été ajoutées des plages de
soudure ou des plages métallisées, sous la forme de plots ou de matrices de lignes périphériques (également
appelées puces—a-bossesiouipeuts
conductedrs fins (procédé également appelé TAB pour Soudage Automatisé sur Bande).

aair da niicac caomnartant dac nlanac mAtallicAdoc auvaniallac onant fivd
agi—de—pu mportani-des—plages—motath aexgueH at fixés des

3.1.7
puces’\j encapsulation réduite
MPD (Minimally-Packaged Die)
puces fauxquelles a été ajouté un matériau extérieur d'encapsulation’ et une gtructure
d'intercgnnexion pour le protéger et en faciliter la manipulation

NOTE Cltte définition inclut des technologies d'encapsulation telles que{Je “boitier-puce (CSP: Chip Scale
Package)|et I'encapsulation sur tranches (WLP: Wafer Level Package) dans lesquelles la surface du bditier n'est
pas notablement supérieure a la surface de la puce nue.

3.1.8
dispositif de puce
puce nue, avec ou sans structure de connexion ou uné'puce a encapsulation réduite

3.1.9
données programme
ensemble d'informations sur un dispositif de’puce produit conformément a la présente norme

3.2 Terminologie générale

3.21
circuit-intégré
autre tefme pour puce

3.2.2
boitier-puce

CSP (Chip Scalé Package)
terme ggnérique pour des technologies de mise sous boitier (encapsulation) qui donnent un
élément encapsulé dont la taille est a peine plus grande que celle de la puce qu'il enferme

3.23

encapsulation sur tranches

WLP (Wafer Level Package)

terme générique pour des technologies de mise sous boitier dans lesquelles I'encapsulation et
les éventuelles structures d'interconnexion sont ajoutées a la tranche avant découpage en
puces individuelles

3.2.4
(semiconducteur) discret
dispositif a semiconducteur simple a deux, trois ou quatre bornes

NOTE Les semiconducteurs discrets comprennent des composants élémentaires tels que les diodes, transistors
et thyristors, individuels.


https://iecnorm.com/api/?name=1360dfbb784b8f408971f4a1278d3702

62258-1

3.2.5

© CEI:2009 - 55—

(circuit) hybride
module ou sous-ensemble encapsulé qui comprend la puce de semiconducteur et des
composants passifs imprimés ou fixés de toute autre maniére

NOTE Voir également module multipuce et boitier multipuce.

3.2.6
puce re

connue de qualité

KGD (Known Good Die)
qualification d'une puce de semiconducteur indiquant que la puce a été soumise a des essais
de conformité a un niveau de qualité spécifié ou déterminé ou d'“adéquation”

NOTE U
sélectioni]
encapsulg

3.2.7
boitier
ensemb
mécaniq

he définition couramment acceptée de KGD signifie que la puce a été soumise a des.'es
ée en fonction de niveaux de qualité du méme ordre que ceux qui sont applicables a des.Jco
s équivalents.

ues, climatiques et électriques pendant toute sa (leur) durée‘de vie en servig

comprend des moyens d'interconnexion

ais et/ou
mposants

e complet qui protége un ou plusieurs composants électroniqués, contre les dommages

e et qui

3.2.8

mise squs boitier, encapsulation

processus d'assemblage d'un ou de plusieurs composants+electroniques dans un boftier

NOTE Llutilisation du terme “packaging” dans sa forme verbale (par exemple “When packaging ICs into dual-in-
line packdges ...”) est déconseillée.

3.2.9

emballgge

matériayl utilisé pour protéger des éléments électroniques contre les dommages mécaniques,
climatigues et électriques en cours™de transport ou de stockage et qui est reting avant

d'intégrer I'élément dans son applieation finale

3.2.10

module
MCM (M
module

NOTE V

3.2.11
boitier

multipuce
ulti-Chip Module)
comportant au moins deux puces et/ou des puces a encapsulation réduite

bir également'la définition de (circuit) hybride en 3.2.5 et de boitier multipuce en 3.2.11.

multipuce

MCP (

ulti-Chip Package)

boitier comportant au moins deux puces et/ou des puces a encapsulation réduite

NOTE Voir également la définition de (circuit) hybride en 3.2.5 et de module multipuce en 3.2.10.

3.2.12

systéme dans un boitier
SiP (system in a package)
systéme ou sous-systéme fonctionnel en un seul boitier contenant au moins deux dispositifs de

puces q

3.2.13

ui remplissent séparément des fonctions systéme différentes

sous-ensemble a dispositifs multiples
MDS (Multi-Device Sub-assembly)
sous-systéme constitué de plusieurs dispositifs électroniques dont au moins un est un circuit

intégré
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NOTE |l s'agit d'un terme générique qui comprend, entre autres, les hybrides, les modules MCM, les boitiers MCP
et les SiP.

3.2.14

plage

partie conductrice sur un dispositif de puce qui constitue une borne permettant de réaliser des
connexions électriques externes

NOTE Pour une puce nue sans connexions externes, la plage est la borne proprement dite. Pour une puce a
bosses, la borne se présente sous la forme d'un matériau conducteur supplémentaire placé sur une plage, alors
que pour une puce a laquelle est montée une grille de connexion, la borne se présente sous la forme d'un
conducteur relié a la plage et dépassant de la puce.

3.3

3.3.1

masquse

a) recouvrement optique utilisé en photogravure pendant le processus de\fabricaiion des
semjconducteurs

b) étapes majeures de réalisation de motifs particuliers dans le processus-de fabricatign

3.3.2
couche
niveau de la structure d'interconnexion d'un dispositif de puce

3.3.3
passivdtion
traitemgnt de surface ou final et recouvrement d'unhe puce, en général d'une fine|couche
d'oxyde|ou de nitrure semiconducteur qui protége, et assure I'étanchéité des zones actives de
la puce fcontre toute contamination extérieure chimique ou mécanique

NOTE Les plages de liaison nécessitent une ouverture dans cette passivation afin de permettre le contact
électriqud.

3.34
ligne dé¢ tragcage

chemin|de tragage
zone enfourant la puce qui est réservée sur la tranche pour le tragage et le sciage de la puce a
partir dg la tranche

NOTE ll|lexiste de nombreux autres termes tels que chemin de tragage, chemin de sciage, chemin de découpage
en dés, efc.

3.3.5
liaison filaire
processps'consistant a fixer un fil ou un ruban d'interconnexion sur une puce

3.3.6

plages de liaison

zones métallisées de la puce utilisées pour une connexion électrique (liaison) temporaire ou
permanente

3.3.7

bosse

borne a trou

borne

colonnette

zone métallisée surélevée de la puce utilisée pour une connexion électrique temporaire ou
permanente
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3.3.8

grille de connexion

structure d'appui sur laquelle est montée une puce et qui comprend également la structure de
connexion de la puce

3.3.9
fixation de puce
méthode et matériaux utilisés pour fixer une puce sur un substrat

3.3.10

puce a bosses — puce retournée
puce de semiconducteur électriguement et/ou mécaniquement reliée a une structure
d'interconnexion de sorte que la surface active fait face a la structure d'interconnexion

3.3.11
interpogseur
matériall placé entre deux surfaces assurant l'isolation électrique, la résistance mécanique
et/ou la|séparation mécanique maitrisée entre les deux surfaces

NOTE Upn interposeur peut étre utilisé comme moyen de redistribuer les (connexions électriques|et/ou de
compensgr les différentes dilatations thermiques entre surfaces adjacentes.

3.3.12
redistripution
processus qui consiste a déplacer les bornes d'une puce\en des positions plus commpdes au
moyen de couches de connectivité supplémentaires ou. d'un interposeur

3.3.13
empilage de puces

empilage de tranches
action qui consiste a mettre des puces ou‘des tranches les unes sur les autres, de maniére a
constitupr un empilage tridimensionnel

NOTE 1 |Les puces sont interconnectées.par liaison filaire, par impression ou revétement métallique des|bords, ou
encore ay moyen de trous de liaison a travers le silicium.

NOTE 2 |Les puces ou les tranches peuvent étre empilées dos contre face et/ou face contre face.

3.3.14
trou delliaison a travers le silicium
TSV (ThHrough Sijlicon Via)

structure d'interconnexion réalisée a travers le matériau semiconducteur d'une surface g l'autre
du dispositif-de puce

NOTE II + At £ - L A AtA A 4+ A Lol k. b +4 e I
pettétrefodaturotawcdetebtés—dutrotdeHaisenunebesseoutneberrepermettantdempilage

des puces ou encore le trou de liaison proprement dit peut constituer une broche en cuivre.
4 Exigences générales

Les fournisseurs de dispositifs de puces doivent remettre, dans un ensemble de données
programme, les informations nécessaires et suffisantes aux utilisateurs des dispositifs, a
toutes les étapes de conception, d'approvisionnement, de fabrication et d'essai des produits
qui les contiennent. Une description détaillée de ces exigences est fournie ci-dessous ainsi
que dans d'autres parties de la présente norme.

Méme s'il est vraisemblable que la plupart des informations fournies conformément a la
présente norme internationale soient déja dans le domaine public et disponibles a partir de
sources telles que les fiches techniques des fabricants, la présente spécification n'oblige en

aucune maniére un fournisseur a les rendre publiques. Les éventuelles informations
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considérées par un fournisseur comme propriétaires ou sensibles du point de vue commercial,
peuvent étre fournies en vertu des termes et conditions d'un accord de non divulgation.

Pour plus de détails concernant ces exigences, voir les Articles 6 a 12.

5 Echanges de données

Il est recommandé que les données destinées a étre échangées par des moyens électroniques
soient formatées conformément aux dispositions de la CEIl 62258-2, de la CEI/TR 62258-7 et
de la CEI/TR 62258-8. Le questionnaire donné dans la CEI/TR 62258-4 ainsi que la feuille de
calcul correspondante, peuvent étre utilisés comme guides pour la conformité aux exigences
de la presente partiedeta norme, sachantqu'itestpossiblede—convertirte—comtenu de la
feuille de calcul en I'un des formats d'échange prévus.

6 Exigences applicables a I'ensemble des dispositifs

6.1 Données programme
6.1.1 Généralités
Les infgrmations relatives aux données programme propremehnt dites, y compris les |sources

d'informjations, la version des données programme et les dates correspondantes, doivent étre
fourniesd.

6.1.2 Source d'informations

L'identitg de la personne physique ou morale ayant créé le jeu de données doit étre foufnie.

6.1.3 Version des données

La versipn et/ou la date de création deés-données, doivent étre fournies.

6.1.4 Formats d'échanges de‘données

Lorsqud les données sont«fournies sous une forme appropriée pour un échange de :Iionnées
utilisant|un schéma bien_defini, l'identité et la version du schéma doivent étre déclanées. En
outre, s| les données_ont été produites au moyen d'un progiciel, il convient de donner |'identité

et la verision du logiciel correspondant.

NOTE Ppur des_ informations concernant des schémas définis appropriés, il convient de se reporter|a la CEI
62258-2, p la CEIATR 62258-7 et a la CEI/TR 62258-8.

6.2 Identité et source

6.2.1 Généralités

L'identité et la source d'approvisionnement des dispositifs de puces doivent étre fournies avec
suffisamment d'informations pour que le client puisse communiquer de maniére appropriée
avec le fournisseur.

6.2.2 Numéro de type

Le numéro de type ou la désignation de référence donné(e) par le fabricant et/ou le fournisseur
pour identifier le dispositif de puce tel que fourni au client, doit étre indiqué(e). En outre, il
convient également de fournir le numéro de type d'un élément encapsulé équivalent utilisant la
méme puce.
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Fabricant

é de l'entreprise ayant fabriqué la puce ou la tranche doit étre fournie.

Fournisseur

L'identité du fournisseur de la puce, lorsqu'elle est différente de celle du fabricant de la puce,
doit étre déclarée.

6.2.5

Signature

Lorsque les informations relatives a l'identité du dlsposmf sont mtegrees par des moyens

électrong HtesS—ot upuquce H-eonvient e ceta—soit-déctaréenméme Lclllpo qu the—de Crlptlon
détaillég des méthodes nécessaires a la lecture desdites informations.

6.3 Flonction

Une degcription de la fonction électrique et des variantes de performance‘du-dispositif [de puce

doit étrg fournie.

6.4 Caractéristiques physiques

6.4.1

Matériau semiconducteur

Il convignt de déclarer le type de matériau semiconducteur actif utilisé pour la fabric

disposit

6.4.2

La tech
etc., doi

f de puce.

Technologie

nologie de fabrication du dispositif de puce, par exemple CMOS, BiCMQOS, b
it étre déclarée.

6.5 Vjaleurs assignées et conditions limites

6.5.1

Les inf

Dissipation de puissance

brmations concernant la dissipation de puissance dans la puce ou le

d'alimerjtation de service a la tension de service nominale, dans des conditions assig

fonction

NOTE S
sont disp

6.5.2

nement normal,_doivent étre fournies.

les valeursconcernant a la fois la dissipation de puissance type et la dissipation de puissance
nibles, il convient de les fournir toutes les deux.

Température de service

ation du

ipolaire,

courant
hées de

maximale

La plage de températures de service de la puce permettant au dispositif de fonctionner
conformément a ses spécifications déclarées, doit étre fournie.

6.6 Connectivité

6.6.1

Généralités

La fonction électrique de I'ensemble des bornes doit étre donnée de fagon a ce que la relation
entre la fonction électrique et les positions géométriques des bornes soit pleinement définie.

6.6.2

Nombre de bornes

Le nombre de bornes individuelles, de plages ou autres connexions sur le dispositif de puce,
doit étre déclaré.
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Informations relatives aux bornes

Pour chaque borne ou plage sur le dispositif de puce, les informations suivantes doivent étre
fournies:

a) position — les coordonnées du centre géométrique de la borne par rapport a son
origine géométrique

b) forme —la forme et les dimensions associées de la borne dans cette position

c) orientation — |'orientation de la borne par rapport a la direction de référence du
dispositif de puce

d) nom du signal — le nom du signal ou de la connexion d'alimentation effectuée sur la

porne

e)

6.6.4

Le cas

permutgbilité logique et/ou physique des bornes et des blocs fonctionnels d'un disp

puce.

6.7 Documentation

Il doit &
la prés

électronlique.

6.8 F
6.8.1

La form

déclarég¢, qu'il s'agisse de puces is6lées, de tranches sciées ou non sciées et avec

structur

6.8.2

Les infogrmations relatites au conditionnement utilisé pour protéger les dispositifs de p

les tran

6.9 Slimulation’ et modélisation

6.9.1

type de signal — le type de signal, d'alimentation ou de toute autre connexion<3
borne (entrée, sortie, tension d'alimentation, pas de connexion, etc.)

Permutabilité

Bchéant, il convient de donner les informations nécessaires permettant de spd

bnte norme. Les fiches techniques peuvent“étre fournies sous format p3

orme de fourniture
Forme physique
e physique sous laquelle les dispositifs de puces ou les tranches sont fournis

b de connexion ou a encapsulation réduite.

Emballage et conditionnement

thes lors dedeur manutention, expédition et stockage, doivent étre fournies.

Généralités

chaque

cifier la
bsitif de

re fourni des fiches techniques contenant I'ensemble des informations prescrifes dans

pier ou

Hoit étre
bu sans

uces ou

Il convient de fournir des informations concernant les modéles de simulation et les simulateurs
correspondants disponibles pour effectuer la simulation et la modélisation des performances
électriques et thermiques.

6.9.2

Modélisation et simulation électrique

Il convient d'indiquer la disponibilité d'éventuels modéles de simulation ou d'essai des
dispositifs de puces et de fournir les informations concernant les ensembles de simulateurs

auxquel

s ils sont destinés.

Pour plus de détails concernant ces exigences, se reporter a la CEl 62258-5.
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Données et modélisation thermiques

Il convient de fournir les propriétés thermiques nécessaires a la modélisation thermique du
dispositif de puce.

Pour plus de détails concernant ces exigences, se reporter a la CEl 62258-6.

7 Exigences relatives aux puces nues et aux tranches, avec ou sans structure
de connexion

7.1 Généralités

Outre le
nues et

7.2

q
7.21
Tous le
indicate
autres

permett
des fon

7.2.2
La désig

7.2.3

La révis
utilisée

7.3 Matériaux

7.3.1

Lorsque
le matér

7.3.2

s exigences de I'Article 6, le présent article traite des exigences applicables.au
aux tranches avec ou sans structure de connexion.

entité

Généralités

5 dispositifs de puces doivent disposer d'un identifiant, cohstitué d'un ou de p
urs de type, qui doivent permettre de distinguer chaque\dispositif de puce de
Hispositifs de puces et éléments encapsulés équivalents. Ces identifiants

e de faire la distinction entre les versions différentes de puces congues pour
tions identiques ou différentes.

Désignation des puces

nation donnée par le fabricant pour identifier les puces doit étre fournie.

Version des puces

ion ou le code d'étape permettant d'identifier la version de masque ou la
ors de la production des puceés doit étre fourni(e).

Substrats

la puce est.fabriquée en utilisant un matériau différent comme substrat pour
iau semjicenducteur actif, il convient d'indiquer le type de ce matériau.

Connexion au substrat

X puces

lusieurs
tous les
doivent
réaliser

révision

recevoir

Les év

rmtuettesexigences Tetatives—a tactonmexiom au substratdeta—puce pourgar

ntir une

polarisation correcte du matériau doivent étre données ; et il faut indiquer clairement si une
connexion au substrat est obligatoire, facultative ou interdite.

7.3.3

Détails du verso

Lorsqu'une puce est a liaison filaire, une description détaillée de I'éventuelle finition de surface
et du revétement métallique appliqué a la surface de la puce fixée au plan de montage, doit
étre fournie.

7.3.4

Matériau de passivation

Il convient d'indiquer le matériau utilisé dans la couche de passivation finale de la surface de la

puce po

ur protection et isolation.
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7.3.5 Métallisation

Il convient d'indiquer le matériau utilisé pour la métallisation de la partie de la surface de la
puce qui porte les plages de liaison. 2

7.3.6 Matériau des bornes
Pour les puces a bosses et les puces a structures de connexion fixées, le matériau utilisé pour

former les connexions a bornes doit étre indiqué, y compris les éventuelles finitions appliquées
a la surface.

7.3.7 Structure des bornes

Pour leg puces a bosses et les puces a structures de connexion fixées, il convient-d¢ fournir
des informations sur la structure de connexion a bornes, y compris les éventuelles\eouches de
redistrijution. Pour ce qui concerne les puces a bosses, il convient que ces,infoqmations
donnen{ une description de la méthode de fixation ainsi que des détails relatifs aux éyentuels
matérialix de fixation utilisés sous les bosses.

7.3.8 Trous de liaison

Il convignt d'indiquer la structure de tous les trous de liaison, y compris les matériaux ufilisés et
leur posijtion sur la puce.

7.4 Géométrie
7.4.1 Généralités
Toutes |es dimensions physiques nécessaires a-limplantation et a I'assemblage d'un produit

contenant des puces, doivent étre fournies. €Ceci doit comprendre les dimensions de(la puce
ainsi qug la taille, la position et la forme dectoutes les bornes.

7.4.2 Unités de mesure
Les unifés de dimensionnement.des puces et des bornes doivent étre indiquées. Pour les

échangg¢s de données conformément a la CEl 61360-1, toutes les dimensions doivent étre
donnéeg en métres.

7.4.3 Vue géométrique

La vue dle la pucedoit étre indiquée: vue de haut (face active vers le haut) ou vue de flessous
(face agtive vers.e bas). Il est préférable d'utiliser une vue de haut.

7.4.4 Dimension de la puce

La longueur et la largeur maximales de la puce doivent étre fournies:

a) pour une puce nue, il s'agit des dimensions maximales aprés sciage ou, lorsque ces
derniéres ne sont pas disponibles, des dimensions de projection répétitive ;

b) pour les tranches, il s'agit des dimensions de projection répétitive.
7.4.5 Epaisseur des puces

L'épaisseur des puces finies doit étre indiquée.

7.4.6 Tolérances dimensionnelles

Il convient d'indiquer les tolérances applicables aux dimensions et a I'épaisseur des puces
ainsi qu'aux dimensions et aux positions des plages.
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Origine géométrique

Les coordonnées d'une position de référence sur la puce, par rapport au centre géométrique
de la surface de la puce, doivent étre indiquées. Ceci constitue l'origine du systéme de
coordonnées par rapport auquel est référencée la position des caractéristiques de la puce
telles que la position de plage et les références locales.

7.4.8

Formes et dimensions des bornes

Pour les puces munies de structures de connexion sous la forme de bosses, de billes ou
similaires, la hauteur des bornes perpendiculairement a la surface de la puce doit étre indiquée.
En outre, il convient également de fournir la tolérance de hauteur des bornes ainsi que leurs
formes et dimensions parallelement a |a surface de la puce |le cas échéant il

convient

egalesznt de fournir un schéma ou un dessin des bornes, sous forme de document

forme é

7.4.9

Il convi
permett
ces info
ou sous
position

7.4.10

Il convi

ectronique, en utilisant un format graphique approprié.

Références locales de la puce

ent de fournir des informations relatives aux repéres d'identification de
bnt de la différencier d'autres puces et de l'orienter pour I'assemblage. Il conv

de chaque référence locale.

Image de la puce

ent de fournir, sous forme de document ou<sous forme électronique, en util

pu sous

a puce
ent que

rmations incluent des images des références locales, fournies sous forme de dgocument
forme électronique, en format graphique approprié, en.indiquant les dimensigns et la

sant un

format graphique approprié, un plan ou une photographie de la puce montrant les positions

relativey

7.5 D
7.5.1

Lorsque
informa

7.5.2

Le dia
la tolér

7.5.3

des plages, des bosses ou des grilles de‘connexion.
onnées concernant les tranches

Généralités

ions suivantes doivent,\le’ cas échéant, étre fournies.

Dimensions des tranches

etre et I'épaisseur de la tranche doivent étre donnés ; il convient également d'
nce d'épaisseur de la tranche.

Indice de tranche

Il convi

les puces se présentent sous forme de tranches sciées ou non sciges, les

indiquer

7.5.4

nt d'indiqnnr la forme et l'orientation de tout indice

Nombre de puces d'une tranche et taille des pas

Il convient de fournir le nombre brut de puces et les tailles de pas de puces.

7.5.5

Si les puces sont fournies sous forme de tranches avec réticules,

nombre

Réticules de tranches

brut de puces et les tailles de pas de puces pour chaque réticule.

il convient de fournir le
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8 Dispositifs a encapsulation réduite

8.1 Généralités

Outre les exigences de I'Article 6 et les éventuelles informations pertinentes de I'Article 7, les
informations fournies dans les paragraphes ci-aprés sont nécessaires. Il convient, le cas
échéant, de faire référence aux types de boitiers normalisés donnés dans la série CElI 60191
ou dans les normes nationales correspondantes.

8.2 Nombre de bornes

Le nombre de positions de bornes et le nombre réel de bornes doivent étre fournis. Lorsque les

bornes
rectang
étre fou

Sont JdISPOSEES sur une mairice rectangulaire ou le long des bords duf
Llaire, le nombre de positions de bornes sur chaque longueur et largeur, doitég
Ni.

8.3 Plosition des bornes

Il doit &

re fourni des informations permettant a I'utilisateur de déterminer“la position d

les bornles sur le dispositif.

Lorsque les bornes ne sont pas contenues dans une matrice - rectangulaire régulig

informa
géomét

ions doivent étre fournies sous la forme d'une Jiste de coordonnées des
iques de toutes les bornes par rapport a l'origine géométrique.

Lorsque les informations ne sont pas fournies sous céette forme et lorsque les bornes sq
une matrice rectangulaire réguliére, les informations doivent étre fournies sous un

suffisan

a) pas

e pour déduire la position géométrique.déchaque borne dans la matrice:

des bornes - la distance entre les entraxes de bornes adjacentes. Si le pas est

dang le sens de la longueur et de la largeur, les deux valeurs doivent étre fournies ;

b) plan
d'un

84 F

Les typ
informa

a) pou

des bornes - le plan des positions de bornes occupées doit étre fourni sous
schéma associé ou autre représentation.

ormes et dimensions de's bornes

s de bornes surJe dispositif (par exemple boitier matriciel a boule), ainsi
ions suivantes deivent étre fournis:

les boifiers matriciels a boule ou a colonnette, la hauteur des

pergendiculairement a la surface de la puce, doit étre fournie. En outre, il
également-de fournir la tolérance de hauteur des bornes ainsi que leurs fo
dimé¢ngions parallelement a la surface de la puce. Le cas échéant, il convient égale
fourtuir un schéma ou un dessin des bornes, sous forme de document ou sou
électronique, en utilisant un format graphique approprié.

boitier
alement

e toutes

bre, des
centres

bnt dans
e forme

différent

a forme

que les

bornes
convient
mes et
ment de

s forme

b) pour les boitiers sans broches, les dimensions de l'aire efficace de I'empreinte sur la
surface de montage doivent étre fournies.

8.5 Dimensions du dispositif

La longueur et la largeur maximales du dispositif a encapsulation réduite doivent étre fournies.
Il convient également de donner les tolérances correspondantes.

8.6  Hauteur du boitier reporté (en place)

La hauteur maximale du dispositif a encapsulation réduite, lorsqu'il est monté en place, doit

étre fou

rnie. Il convient également de donner les tolérances correspondantes.
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8.7 Matériau d'encapsulation

Il convient d'indiquer le type de matériau utilisé pour le revétement extérieur ou I'encapsulation
du dispositif de puce.

88 S

ensibilité a I'humidité

Il convient de fournir le niveau de sensibilité a I'humidité (MSL - moisture sensitivity level) de
I'encapsulation ainsi que la norme qui a permis de le définir.

8.9 Code de type de boitier

Il convi

<l £ H ] <l =l % Al bats: £ 4 + o1
ucTouutrtn 1S CUUT Ut 1ypyc Utc UUTUCTT, CUTITUTTITTTITCTIU a 1Ad

8.10 Dessin du boitier

Le cas ¢
soit sou

chéant, il convient de fournir un dessin coté du dispositif, soit sous forme de d
5 forme électronique, en utilisant un format graphique approprié.

9 Qualité, essais et fiabilité

91 G

énéralités

pcument

Il doit éfre fourni une indication du niveau de qualité préyt et des informations sur la figbilité du

disposit

NOTE S
peuvent f
I'acquére

f.

elles sont considérées importantes, les informations relatives a la qualité, aux essais et a |
aire |'objet d'un accord de non divulgation (NDA-- non-disclosure agreement) entre le four
r.

9.2 Niveau de qualité aprés controle

9.2.1

puce. C

Valeur

ci peut, par exemple, étfe exprimé sous forme de défauts par million (dpm), d¢

Des ianmations doivent étre fournies sur le niveau de qualité aprés contrbéle du pr

de quali

9.2.2

Le fabri
valeurs
indiqué
opérato

€ acceptable (NQA)\ou autre mesure similaire.

Description

cant ou feurnisseur doit donner une description de la méthode, des paramétre
correspondantes utilisés pour calculer le niveau de qualité aprés contrble,
en (9.2.1. 1l convient également de fournir des informations relatives aux
res’ utilisés pour évaluer la qualité des dispositifs de puces et les étapes du pr

h fiabilité,
isseur et

bduit de
P niveau

5 et des
comme
modes

bcessus

de prod

93 P
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arameétres électriques spécifiés

Le fabricant ou le fournisseur doit indiquer les conditions pour lesquelles les paramétres
électriques sont spécifiés ; il incombe cependant au client de revoir I'ensemble des données
fournies et de s'assurer de leur adéquation aux exigences de conception de son module et de
I'application finale.

9.4 Conformité aux normes

La conformité des dispositifs de puces a d'éventuelles normes particulieres doit étre indiquée.
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9.5 Tri supplémentaire des dispositifs

Il convient d'indiquer I'existence de procédures supplémentaires de sélection spécifiquement
utilisées par le fabricant ou le fournisseur pour les dispositifs de puces, afin d'assurer une
conformité aux normes ou d'améliorer la fiabilité aprés contréle.

9.6 Etat du produit

Sur demande, le fabricant doit mettre a disposition des informations relatives a la disponibilité
et a I'état du produit, comme par exemple une modification électrique/mécanique apportée au
dispositif de puce, une dévalorisation de la puce ou une fin de production prévue du dispositif.

9.7 ey s
Il conviInt de fournir des informations sur les fonctions de testabilité intégrées (par ¢xemple

redondgnce, fusibles de contrble, correction des erreurs, architecture adaptéera I'gssai en
registre| a décalage, auto-contrbéle intégré, etc.) avec une description et une explication de
chacung des fonctions lorsqu'elle est nécessaire aux essais a effectueripar les clients et
gu'elle n'enfreint pas des droits de propriété intellectuelle.

9.8 Exigences d'essai supplémentaires

Il convient de fournir toute autre information spécifique au-produit, concernant leg essais
électriglies a réaliser par I'utilisateur, par exemple une stratégie d'essai ou des contrajntes de
tension particuliéres permettant d'atteindre les objectifs de ‘qualité.

9.9 Fjabilité
9.9.1 Estimation de la fiabilité

Il doit éfre fourni une estimation de la fiabilite pour le type de produit de puce. La valeur de
fiabilité [correspondante doit étre fournie\'en taux de défaillances dans le temps (HIT pour
Failureq In Time), en temps moyen:de fonctionnement avant défaillance (MTTF podir Mean
Time Tp Failure) ou autre mesuré- similaire, en indiquant les conditions dans lesquelles
I'estimation a été effectuée.

NOTE La fiabilité finale du module ést une combinaison de la fiabilité du type de puce particulier, du nombre de
puces daps le module, du routage des signaux dans le substrat, des propriétés de dissipation thermifjue et de
nombreudes autres variables.\ll/convient de considérer les éventuelles données de fiabilité ainsi soumiges par le
fabricant pu le fournisseur comme applicables uniquement a un type de dispositif de puce particulier et $eulement
“en 'état fle livraison ”, et\non “assemblé”.

9.9.2 Calcul'de la fiabilité

La métHode-les parametres et les données sur lesquelles se fonde I'estimation de lg| fiabilité
doivent Etre’indiqués.

10 Manutention et conditionnement

10.1 Exigences générales applicables a tous les dispositifs
10.1.1 Généralités

Les informations nécessaires a la manutention des puces doivent étre fournies, y compris, le
cas échéant, une description détaillée de la forme sous laquelle les puces sont livrées et de la
forme du conditionnement pour expédition, ainsi que les recommandations de protection contre
les décharges électrostatiques (ESD).

Toutes les méthodes d'expédition et de manutention doivent comporter un systéme de codage
et de maintien de la tragabilité de chaque puce vis-a-vis de son lot de tranches.
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Les informations données dans le présent article doivent étre indiquées sur le dispositif de
puce, l'emballage primaire ou secondaire ou sur la documentation d'accompagnement, y
compris, le cas échéant, sur les factures.

A moins que chaque puce ne porte une identification unique, il convient que I'utilisateur soit
parfaitement conscient que des procédures et une documentation supplémentaires seront
nécessaires pour assurer la tracabilité des produits une fois le dispositif de puce retiré de son
emballage primaire.

Toutes les méthodes d'expédition doivent assurer la protection des produits contre les
dommages mécaniques, les décharges électrostatiques (ESD) et la contamination, tout en
permettant de récupérer facilement la puce. Si plusieurs unités sont expédiées dans le méme
emballage, i doit etre prevu des moyens tels que des boitiers alveoles ou des nacelles pour
tranches, afin d'éviter un éventuel mélange des produits qui pourrait entrainer unsdommage

physique.

Il convignt que toute méthode d'expédition prévoie également un moyen permgéttant de prévenir
tout mduvement excessif ou rotation des produits qui risquerait de~les endommager ou
d'empég¢her une manutention automatisée des produits.

Pour pllis de détails concernant les informations, objet du présent article, il convient de se
reporterfa la CEI/TR 62258-3.

NOTE Ues informations exigées par le présent article sont fournies/avec le produit livré et ne font pas partie des
données programme.

10.1.2 | Référence client

La réféfence, indiquée et exigée par le client{ doit étre fournie lorsqu'elle est diffélente du
numéro|de type ou de la référence du fabricant.

10.1.3 | Numéro de type

Le numgro de type ou la désignation du dispositif donné(e) par le fabricant pour identifier la
puce finje telle que fournie au client, doit étre indiqué(e).

10.1.4 | Fournisseur

Le nom|du fournisseur ‘doit étre indiqué.

10.1.5 | Fabricant

Le nom [du,fabricant, s'il est différent de celui du fournisseur, doit étre indiqué.

10.1.6 Tracabilité

Le numéro de lot du fournisseur, ou toute autre information nécessaire pour lier de maniére
unique le dispositif de puce ou le lot de composants a la documentation correspondante a
partir du lot de fabrication de tranche et/ou du lot d'essai, doit étre indiqué.

10.1.7 Quantité

Le nombre total de puces du lot d'expédition et la décomposition des quantités dans chaque
unité de conditionnement, tel qu'un bofitier alvéolé, une bobine ou une tranche, doivent étre
indiqués. Pour ce qui concerne les tranches, cette quantité peut étre le nombre de puces
reconnues de qualité sur la tranche.
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10.1.8 Sensibilité aux décharges électrostatiques

Il convient d'indiquer les limites maximales admissibles et la méthodologie utilisée pour
spécifier la sensibilité du dispositif aux dommages d'une décharge électrostatique.

10.1.9 Exigences en matiére de protection environnementale

Le fournisseur doit soumettre une déclaration selon laquelle les exigences et la réglementation
nationale ou régionale sont satisfaites, en décrivant de maniére détaillée les mesures
appropriées prises pour protéger I'environnement.

NOTE Il convient également de tenir compte du recyclage des matériaux d'emballage, de leur ré-utilisation et du
contréle des matiéres toxiques

10.2 Exigence particuliére pour les puces nues ou les tranches — version de maslque

La révisjon ou le code d'étape permettant d'identifier la version de masque doit.étre fourni(e).

10.3 Exigence particuliére pour les tranches — carte de tranche

Lorsqud les puces sont fournies sous la forme d'une tranche contrélée, il doit étre folrni des
informations permettant a I'utilisateur d'identifier des produits de puces reconnues dg qualité
ou des qualités de puces. Ces informations peuvent étre fournies.sous la forme d'une farte de
tranche| sous forme papier ou électronique, démontrant les résultats des essais et identifiant
de maniére unique la puce sélectionnée sur la tranche.

point ngir les puces a rebuter ou de qualité secondaire, auquel cas il doit étre folirni une
déclarafion correspondante relative a la dimension, a la nature et a la significafion des
marques.

Il est égaalement possible d'identifier physiquement les:tranches en marquant par exemj‘ple d'un

10.4 Exigences particuliéres concernant les articles
10.4.1 | Généralités

S'il exis{e des exigences particulieres de déballage et de manutention du produit, un étiquetage
appropr|é de l'emballage primaire et secondaire doit avertir les personnes chargées de
manipuler le conteneur.

10.4.2 | Exigences_de-protection particuliéres

Une ddscription d'éventuels matériaux singuliers ou de surfaces exposées qui |peuvent
nécessifer une-protection particuliere en cours de manutention, doit étre fournie. Par g¢xemple,
il ne faut_pas’ toucher la surface supérieure de certains dispositifs de puces ou en¢ore les
disposit|/fs.elx-mémes ne doivent pas étre exposés aux UV.

10.4.3 Etiquette d'avertissement pour puces non encapsulées

Lorsque I'emballage primaire contient des puces non encapsulées ou des tranches, il doit étre
indiqué que le conteneur doit étre ouvert dans un environnement maitrisé, conformément a
I''SO 14644-1. Ces informations doivent se présenter sous la forme d'une étiquette
d'avertissement apposée sur I'emballage primaire.

10.4.4 Avertissement concernant les matiéres toxiques

Lorsque l'emballage contient des matiéres toxiques, des informations appropriées doivent
avertir I'utilisateur, conformément aux exigences légales et a la réglementation applicable,
pendant I'ensemble du cycle de fourniture.
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10.4.5 Avertissement concernant les composants fragiles

Lorsque I'emballage contient des composants fragiles qui pourraient étre endommagés lors de
I'ouverture du conteneur, un avertissement approprié doit figurer sur I'emballage primaire.

10.4.6 Avertissement concernant la sensibilité aux décharges électrostatiques
Lorsque l'emballage contient des composants sensibles aux décharges électrostatiques qui

pourraient étre endommagés lors de la manutention du produit, un avertissement approprié
doit figurer sur I'emballage primaire.

11 Stockage

11.1 (énéralités

Les profuits de puces sont en général sensibles a I'humidité et a I'oxygénen, il”conv|ent que
tout enyironnement de stockage de puces soit congu de maniére a réduire le rigque de
contamipation tout en réduisant au minimum une éventuelle perte de qualité)des produils.

Les pudes nues et les tranches sont également conservées dang-des lieux de stockage de
longue |durée, appelés mise en réserve des tranches, comme -Solution au problgme de
I'obsolescence des composants. Méme s'il est notoire que les-puces nues et les franches
peuvenf étre stockées pendant de longues périodes, les(conditions de stockagg et les
matériaix d'emballage doivent assurer une protection~maximale et une perte de| qualité
minimalp des produits en cours de stockage.

Pour pllis de détails concernant les informations,“0bjet du présent article, il convient de se
reporterja la CEl 62258-3.

11.2 Durée et conditions de stockage

S'il existe des conditions particuliéres @ffectant la durée maximale de stockage, elles| doivent
étre indjquées en méme temps quelles conditions pour lesquelles cette période de stockage
est valaple.

11.3 Tockage de longue'durée
Lorsqu'il] est prévu de stocker le produit pour une longue période, les conditions de stockage

doivent |étre indiquéés-et le fournisseur doit certifier que ces conditions et la tragapilité du
produit $tocké, sont-bien maintenues.

11.4 Restrictions en matiére de stockage

Il convidnt\d'indiquer les éventuelles restrictions applicables au stockage du dispaositif de puce.

12 Assemblage

12.1 Généralités

Il est évident que le fabricant ou le fournisseur des semiconducteurs n'a ni la maitrise ni la
responsabilité concernant les méthodes d'assemblage utilisées par I'assembleur des produits
de puces; cependant, dans certaines circonstances particulieres, des informations
supplémentaires sont nécessaires pour un assemblage ou un fonctionnement correct des
puces. Ceci revét une importance particuliére pour I'assemblage des produits pour systémes
micro-électromécaniques (MEMS pour Micro-ElectroMechanical Systems).

Le présent article décrit en détail les points relatifs a l'assemblage et essentiels pour
I'utilisation correcte du produit.
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12.2 Méthodes et matériaux de fixation

Lorsque cela est nécessaire pour un assemblage correct du produit, des informations relatives
a des méthodes et & des matériaux particuliers ou anormaux de fixation, y compris en termes
de pré-conditionnement, doivent étre fournies.

12.3 Méthodes et matériaux de liaison

Lorsque cela est nécessaire a un fonctionnement correct de la puce, des informations relatives
a l'utilisation de méthodes de liaison particuliéres doivent étre fournies en méme temps que

des info

12.4 Restricti i fefixati

12.4.1

Il convi
procédé
la puce
matéria

12.4.2

La temq
étape d
fabricati
laquelle

étape dli processus ci-dessus.

12.5 Restrictions relatives au processus

Il convi
liaison

plage d¢ liaison.

rmations concernant les matériaux de liaison appropriés.

Généralités

ent d'indiquer les éventuelles restrictions applicables aux méthodes,” maté
s utilisés pour les fixations du dispositif de puce, par exemple les &gventuelles Z

X,

Profil température/temps

érature maximale a laquelle le dispositif peut étre/exposé au cours d'une que
U processus de fixation de la puce, de soudage du composant ou autre pro
on, doit étre indiquée. Il convient également‘d'indiquer la durée maximale
le dispositif peut étre exposé a la température maximale au cours d'une que

bnt d'indiquer les éventuelles restrictions applicables aux processus utilisés
e la puce, par exemple des:@vertissements concernant les circuits actifs s

riaux et
ones de

ou il n'est pas admis d'appliquer des ultrasons ou de la pression ou d'ajoliter des

Iconque
cédé de
pendant
Iconque

pour la
bus une
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Annexe A
(informative)

Terminologie

A.1 Terminologie d'assemblage

A1.1 puce sur carte (COB pour Chip-On-Board)

technologie d'assemblage et de fixation qui consiste a monter la puce sur un substrat, en
général|une carte imprimée

A.1.2 MCM-C

module jmultipuce (MCM pour Multi-Chip Module) utilisant des interconnexiegns 'sur un substrat
céramique (C)

A13 MCM-D

module jmultipuce (MCM pour Multi-Chip Module) utilisant des intérconnexions sur un substrat
diélectrigue (D)

A1.4 MCM-L

module jmultipuce (MCM pour Multi-Chip Module) utilisant des interconnexions sur un [substrat
stratifié |(L pour Laminated)

A.1.5 technologie de montage en surface (SMT pour Surface Mount Technology)

technolggie d'assemblage et de fabrication de cartes a circuits imprimés utilisant des
compospnts montés a la surface d'upe carte a circuit imprimé sans percer de trous pour
I'alignement et la connexion des broches de composants

A.1.6 trou de brochage
terme cpmmun utilisé pour_désigner une technologie d'assemblage et de fabrication de cartes

a circuitf imprimés, consistant a fixer et a connecter les composants au moyen de broches ou
de sortigs montées a travers les trous percés dans la carte a circuit imprimé

A.2 Terminologie des essais

A.2.1 valeurs maximales absolues des caractéristiques assignées

plage de tensions, diniensités, de températures, eifc., au-dela de Taquelle un dispositif peut
subir une dégradation de performance ou de fiabilité, peut cesser de fonctionner ou peut étre
irréversiblement endommagé

A.2.2 essai de traction de liaison

essai impliquant une traction des fils de liaison jusqu'a destruction afin de déterminer la
résistance de liaison

A.2.3 vieillissement artificiel a chaud

processus lié a la durée, a la température et a la tension, destiné a découvrir des défaillances
potentielles

A.2.4 taux de défauts (DL pour Defect Level)

nombre de défauts non détectés dans un lot donné
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A.2.5 dispositif en essai (DEE)
dispositif a semiconducteur réel qui est soumis aux essais courants électriques ou climatiques

A.2.6 zone protégée contre les décharges électrostatiques (EPA pour ESD protected
Area)

zone ou lieu qui dispose de protections contre les décharges électrostatiques

A.2.7 composant sensible aux décharges électrostatiques (ESDS pour Electro-Static
Discharge Sensitive)

composant de sensibilité ou de susceptibilité connue aux décharges électrostatiques

A.2.8 limite d'acceptation du lot

nombre| maximal de composants qui peuvent échouer a un essai de préléyvement, sans
provoquer le rejet du lot

A.2.9 limite de rejet du lot

pour un|essai de prélevement, nombre de composants ayant échoué'&l'essai, entrainant ainsi
le rejet glu lot

A.2.10 | niveau de qualité toléré (NQT)

concept| d'échantillonnage a lot unique qui garantit le rejet'de 90 % de tous les lots gyant un
pourcentage de défauts supérieur au NQT spécifié

A.2.11 | testeur

maching qui facilite la connexion électrique des.puces individuelles d'une tranche

A.2.12 | résistance aux solvants

essai qui nécessite l'immersion des*composants échantillons dans des solvants tel§ que le
trichlorgtrifluoroéthane et le chlorure-de méthyléne, suivie par un brossage afin de déjerminer
la durahjilité du marquage unitajre

A.2.13 | plan d'échantillonnage

ensembje obtenu statistiguement, d'effectifs d'échantillons, de limites d'acceptation ¢t/ou de
limites de rejet, permettant de confirmer qu'un lot donné de matériaux satisfait aux exigences
établies|de NQA otG.de NQT

A.2.14 | étuvage de stabilisation

opératigmgui consiste a placer les composants dans une enceinte a température éIeveFe, sans
polarisation étectrique

A.2.15 support temporaire

systéme de contacts, utilisé pour maintenir la puce lors d'essais électriques, sans constituer de
contact permanent avec la puce et éventuellement réutilisable

A.2.16 testabilité

mesure de la possibilité de soumettre, de maniére rentable, un Cl a des essais électriques en
cours de production

A.2.17 testeur

terme générique qui fait généralement référence a un appareillage électronique congu et utilisé
aux fins d'essais et d'analyse de composants électroniques, y compris les circuits intégrés
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A.2.18 vecteurs d'essai

série de stimuli d'essai et de réponses attendues appliqués par un simulateur ou un testeur et
regus par un modéle de composant élémentaire ou un composant élémentaire réel

A.2.19 encrage de tranche

processus consistant a appliquer des taches d'encre a des puces particuliéres sur une tranche
donnée pour indiquer le rejet ou la défaillance de composant élémentaire

A.3 Terminologie des semiconducteurs

A.3.1 [métat
couche ponductrice métallique, en général mais pas toujours, en aluminium

A.3.2 trou de liaison

vide oul trou dans une couche non conductrice permettant de connecter au moins deux
coucheg conductrices

A.3.3 traversée de dissipation thermique

traversée expressément destinée a améliorer la conductivité thermique

A.3.4 couche poly

couche fonstituée de silicium polycristallin

A.3.5 étape de passivation

changement d'épaisseur de la passivations pour l'interconnexion métal-métal ouf métal-
semicorjducteur par calcul, les couches;de passivation étant retirées suite a un traitement
normal glu composant élémentaire

A.3.6 glassivation
une ou [plusieurs couches de matériau isolant transparent couvrant la zone du circui{ actif, y

compris|la métallisation mais.non les plages de liaison. Voir également passivation

A.3.7 craquelure

fissures|infimes dejla“glassivation

A.3.8 encapsulation globulaire

encapsulation réalisée par dépdt de résine époxy ou matériau similaire sur une puce
connectéeoufixée

A.3.9 fenétre de contact

ouverture gravée dans l'oxyde semiconducteur, le nitrure ou autre couche d'isolation, dont la
croissance ou le dépbt s'effectue directement sur la puce, de maniére a permettre un contact
ohmique avec le matériau semiconducteur sous-jacent

A.3.10 méplat

segment manquant d'une tranche circulaire utilisée a des fins d'orientation

A.3.11 métallisation sous bosse

couche métallique placée sur une plage pour assurer une bonne connexion entre la bosse et la
plage


https://iecnorm.com/api/?name=1360dfbb784b8f408971f4a1278d3702
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